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요약

본 발명에서는, 기판상에 반도체 소자 또는 집적회로를 포함하는 소자형성층을 기판으로부터 떼어낸 후, 별도의 기판

상에 붙이는 경우에 있어서, 기판과 소자형성층과의 밀착성을 제어 가능한 전사공정을 포함하는 반도체장치의 제작

방법을 제공한다. 본 발명에서는, 기판(제 1 기판) 상에 형성되는 복수의 반도체소자로 구성된 집적회로 또는 반도체 

소자와 기판과의 사이에 밀착성이 높은 재료의 접착체를 형성함에 의해, 반도체소자의 제조 중에 기판으로부터 반도

체소자가 박리되는 것을 막고, 반도체소자가 형성된 후, 접착체를 제거함에 의해, 기판으로부터 반도체소자의 박리를 

용이하게 할 수 있다.

대표도

도 1

색인어
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명세서

도면의 간단한 설명

도 1a 내지 도 1d는 본 발명의 구성을 보여주는 도면.

도 2a 내지 도 2e는 전사 공정을 포함하는 반도체 장치의 제작 방법을 보여주는 도면.

도 3a 내지 도 3d는 전사 공정을 포함하는 반도체 장치의 제작 방법을 보여주는 도면.

도 4a 내지 도 4e는 전사 공정을 포함하는 반도체 장치의 제작 방법을 보여주는 도면.

도 5a 및 도 5b는 전사 공정을 포함하는 반도체 장치의 제작 방법을 보여주는 도면.

도 6a 내지 도 6e는 전사 공정을 포함하는 반도체 장치의 제작 방법을 보여주는 도면.

도 7a 및 도 7b는 전사 공정을 포함하는 반도체 장치의 제작 방법을 보여주는 도면.

도 8a 내지 도 8d는 접착체의 형태를 보여주는 도면.

도 9a 내지 도 9d는 TFT의 제작 방법을 보여주는 도면.

도 10a 내지 도 10d는 TFT의 제작 방법을 보여주는 도면.

도 11a 내지 도 11c는 화소부에 형성된 발광소자의 구성을 보여주는 도면.

도 12는 화소부에 형성된 액정소자의 구성를 보여주는 도면.

도 13a 내지 도 13g는 본 발명에 따라 형성된 전자 기기들을 보여주는 도면.

도 14a 내지 도 14d는 본 발명의 구성을 보여주는 도면.

도 15a 내지 도 15e는 전사 공정을 포함하는 반도체 장치의 제작 방법을 보여주는 도면.

도 16a 내지 도 16d는 전사 공정을 포함하는 반도체 장치의 제작 방법을 보여주는 도면.

도 17a 내지 도 17e는 전사 공정을 포함하는 반도체 장치의 제작 방법을 보여주는 도면.

도 18a 및 도 18b는 전사 공정을 포함하는 반도체 장치의 제작 방법을 보여주는 도면.

도 19a 내지 도 19e는 전사 공정을 포함하는 반도체 장치의 제작 방법을 보여주는 도면.

도 20a 및 도 20b는 전사 공정을 포함하는 반도체 장치의 제작 방법을 보여주는 도면.

도 21a 내지 도 21d는 접착체의 형태를 보여주는 도면.

도 22a 내지 도 22d는 TFT의 제작 방법을 보여주는 도면.

도 23a 내지 도 23d는 TFT의 제작 방법을 보여주는 도면.

도 24는 본 발명에 따라 형성된 CPU를 보여주는 도면.

도 25는 본 발명에 따라 형성된 직접회로가 조립된 모듈을 보여주는 도면.
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* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *

101: 기판 102: 금속층

103: 접착체 104: 산화물층

105: 영역 106: TFT

107: 소자형성층 109: 접착층

110: 보조기판

3lO1: 기판 31O2: 금속층

31O3: 접착체 31O4: 산화물층

31O5: 영역 3lO6: 집적회로

31O7: 소자형성층 31O9: 접착층

311O: 보조기판

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 기판 상에 형성된 박막 트랜지스터(TFT) 등의 반도체 소자를 별도의 기판 상에 전사시키는 공정을 포함하

는 반도체 장치의 제작 방법에 관한 것이 다.

또한, 본 발명은, 기판상에 형성된 복수의 반도체소자(박막트랜지스터(TFT)를 포함함)로 구성된 집적회로를 다른 기

판상에 전사시키는 공정을 포함하는 반도체장치의 제작방법에 관한 것이다.

최근, 동일기판 상에 형성된 반도체 박막(두께 수∼수백 nm 정도)를 사용하여 형성된 박막 트랜지스터(TFT)로 대표

되는 반도체소자에 관해, 다양한 기술개발이 진행되고 있다.

반도체소자의 특성의 확보에 있어서는, 제작 프로세스상 어느 정도의 고온이 요구된다. 현재, 제작 프로세스의 일부에

레이저 결정화를 도입하는 것에 의해, 공정 온도의 대폭적인 저하가 실현되었다. 이 결과, 고온 프로세스에서는 불가

능하다고 되어 있었던, 유리기판 상에의 반도체소자의 제작이 가능해지고 있다.

그렇지만, 플라스틱 등의 가요성 기판 상에 반도체소자를 형성하는 경우에는, 한층 더 낮은 온도가 요구되기 때문에 

기판의 내열성의 시점에서 극히 어렵다.

반면에, 유리기판 상에 반도체소자를 형성한 후 반도체소자를 플라스틱 등의 가요성 기판 상에 전사하는 방법은, 기

판에 대한 열적 저해요인을 본질적으로 제외할 수 있기 때문에, 효과적인 방법으로서 알려져 있다.

기판으로부터 기판 상에 형성된 반도체소자를 분리시키는 몇가지 방법이 제안된 바 있다. 예를 들면, (1) 유리기판 상

에 반도체소자를 형성한 후, 유리기판을 에칭법에 의해 용해시켜 반도체 소자만을 분리시키고, 그 반도체 소자를 플

라스틱 기판 상에 부착하는 방법(참고 문헌: 일본 특허공개 No. 2002-184959)과, (2) 기판 상에 형성된 반도체소자

를 기판으로부터 분리시킨 후, 플라스틱 등의 가요성 기판 상에 부착하는 방법(참고 문헌: 일본 특허공개 No. H10-1

25931)이 알려져 있다.

상기 방법 (1)의 경우에는, 기판 상에 반도체소자를 형성한 후 기판과 반도체소자를 확실하게 분리할 수 있는 반면, 

공정시간이 길어지는 것과 에칭제나 유리기판의 재료비용이 크다고 하는 문제가 있다.
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상기 방법 (2)의 경우에는 밀착성 및 막응력의 제어가 매우 중요해진다. 즉, 밀착성을 낮추고 막응력을 높여 주면 박

리하기 쉬워지지만, 반도체 소자를 제작하는 도중에 박리가 생긴다고 하는 문제가 있다. 또한, 밀착성을 상승시키면 

반도체소자의 제작 중에 박리가 생기는 일은 없지만, 반도체소자 형성후에 기판으로부터 반도체 소자를 분리시키는 

것이 곤란하게 되는 문제가 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은, 상기 방법 (2)와 같이, 기판 상에 형성된 반도체소자를 포함하는 소자 형성층을 기판으로부터 분리

시킨 후 별도의 기판에 부착하는 경우에 있어서, 기판과 소자 형성층과의 밀착성을 제어 가능한 전사 공정을 포함하는

반도체 장치의 제작 방법을 제공하는데 있다.

상기 기술된 목적을 달성하기 위해서, 본 발명은, 소자 형성층의 제작 시 기판과 반도체소자의 밀착성을 높이는 한편

으로, 소자 형성층이 형성된 후에는 기판과 소자 형성층의 밀착성을 낮게 하는 것을 특징으로 한다.

구체적으로는, 기판(제 1 기판이라 함) 상에 형성되는 반도체소자와 기판과 의 사이에 밀착성이 높은 접착체를 형성

하는 것에 의해, 반도체소자의 제작 중에 기판으로부터 반도체 소자가 박리되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 반도체 소

자가 형성된 후 그 접착체를 제거함으로써, 기판으로부터의 반도체 소자를 용이하게 분리할 수 있게 한다.

본 발명에 있어서의 접착체로는, 기판으로부터 반도체소자를 박리하기 쉽게 하기 위해, 기판 상에 미리 형성되는 금

속층에 대하여 밀착성이 높은 재료로 이루어지며, 특히, 금속층과 접하여 형성될 때, 금속층 내의 금속과 반응하여 금

속화합물(실리사이드를 포함함)이나 합금을 형성할 수 있는 재료를 사용할 수 있다.

또한, 금속층 내의 금속과 접착체의 반응은, 의도적으로 열처리를 가하여 실행할 수도 있지만, 나중의 공정에서 소자

형성층(TFT을 포함함)의 제작에 있어서의 열처리 등에 의해 촉진시킬 수 있다.

기판상에 금속층을 형성하고 접착체를 금속층 상에 형성한 다음, 산화물층이 금속층과 접착체를 덮도록 형성한다. 이

와 같이 하여, 접착체에 의해 기판 상의 금속층과 산화물층과의 밀착성을 높인다. 그리고, 산화물층 상에 반도체소자

를 포함하는 소자형성층을 형성한다.

이때, 소자형성층을 형성한 후의 접착체의 제거방법으로서 에칭법을 사용할 수 있으며, 그때까지 형성되어 있는 소자

형성층의 일부과 함께 에칭에 의해 제거할 수 있다. 에칭법으로는, 웨트에칭법 또는 드라이에칭법을 사용할 수 있다.

이때, 에칭에 의해 소자형성층의 일부에 형성된 개구부는 그 상태대로 하여도 되지만, 접착체를 제거한 후에 에칭에 

의해 제거된 재료와 동일한 절연재료, 또 는 별도의 절연재료를 사용하여 매립하여도 된다.

물리적인 힘을 가하여 기판과 소자형성층을 분리시킬 수 있다. 이것은, 미리 산화물층 상에 반도체 소자를 형성하는 

공정 등에 의해 기판 상에 형성되는 금속층과 산화물층이 그 계면 상에서 서로 쉽게 박리되기 때문에 그 계면 상에 접

착체를 형성함으로써 밀착성은 높이고 있었지만, 접착체가 제거됨으로써 금속층과 산화물층의 계면에서의 밀착성이 

다시 낮아지기 때문이다. 그리고, 박리한 소자형성층을 별도의 기판에 부착하는 것에 의해, 소자형성층의 전사가 완성

된다.

본 발명의 구성은, 제 1 기판 상에 금속층을 형성하고; 상기 금속층상의 일부에 접착체를 형성하며; 상기 금속층 및 

상기 접착체를 덮어 산화물층을 형성하고; 상기 산화물층 상에 반도체소자를 형성하여; 상기 접착체를 제거하는 것을

특징으로 한다. 이때, 반도체소자의 형성에 있어서 400℃ 이상, 바람직하게는 600℃ 이상의 열처리공정을 포함함으

로써, 상기 금속층과 상기 접착체와의 밀착성을 더욱 높일 수 있다. 400℃ 이상의 열처리를 가하는 것에 의해, 상기 

금속층과 상기 접착체와의 계면을 안정화시킬 수 있다. 또한, 600℃ 이상의 열처리를 가하는 것에 의해, 상기 금속층

과 상기 접착체를 반응시킬 수 있다.

이때, 상기 구성에 있어서, 반도체소자(TFT 등)는, 소자형성층에 포함되는 것이다. 또한, 접착체의 제거방법으로서, 

소자형성층의 일부를 에칭함으로써 동시에 접착체를 제거하는 것이 바람직하다.

상기 구성에 있어서, 소자형성층을 제작하는 공정에서의 열처리에 의해 금속층과 산화물층의 계면에서의 밀착성이 

저하하지만, 금속층 상에 형성된 접착체는, 소자형성층을 제작하는 공정에서의 열처리에 의해 금속층 내에 포함되는 

금속재료와 반응하기 때문에 그 밀착력이 더욱 높아진다. 이에 따라, 기판으로부터 소자형성층이 박리하는 일 없이 

소자형성층을 형성할 수 있다.
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소자형성층을 형성한 후, 접착체를 소자형성층의 일부와 함께 에칭하여 제거함으로써 제 1 기판과 소자형성층과의 

밀착력을 저하시킬 수 있다.

상기 구성에 있어서, 접착체를 제거한 후, 상기 소자형성층 상에 제 1 접착체를 통해 제 2 기판을 접착하는 것은, 상기

제 1 기판으로부터 상기 소자형성층을 용이하게 박리할 수 있기 때문에, 보다 바람직하다.

상기 구성에 있어서, 상기 제 1 기판으로부터 박리한 상기 제 2 기판 및 상기 소자형성층을 제 2 접착체를 통해 제 3 

기판 상에 접착하는 것에 의해, 소자형성층이 형성된 제 1 기판과는 다른 제 3 기판 상에 소자형성층을 전사할 수 있

다. 이때, 전사한 후, 상기 제 2 기판을 상기 소자형성층으로부터 제거하여도 된다.

본 발명의 목적은, 방법 (2)와 같이 기판상에 형성된 복수의 반도체소자로 구성된 집적회로를 포함하는 소자형성층을

기판으로부터 떼어낸 후, 다른 기판상에 부착하는 경우에 있어서, 기판과 소자형성층과의 밀착성을 제어할 수 있는 

전사 공정을 포함하는 반도체 장치의 제작 방법을 제공하는데 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위해서, 본 발명에서는, 소자형성층의 제작 시에 기판과 반도체소자와의 밀착성을 높이는 한편,

소자형성층을 형성한 후에는 기판과 소 자형성층과의 밀착성을 낮게 하는 것을 특징으로 한다.

구체적으로는, 기판(제 1 기판이라 함)상에 형성되는 복수의 반도체소자로 구성된 집적회로와 기판과의 사이에 밀착

성이 높은 재료로 이루어지는 접착체를 형성하는 것에 의해, 집적회로의 제작 중에 기판으로부터 반도체소자가 박리

하는 것을 방지하고, 집적회로가 형성된 후에는 접착제를 제거함으로써, 기판으로부터의 집적회로의 박리를 쉽게 한

다는 것이다. 또한, 본 발명의 집적회로에는, CPU(Central Processing unit), MPU(Micro Processor unit), 메모리, 

마이크로 컴퓨터, 화상처리프로세서 등의 회로를 포함시키는 것으로 한다.

또, 본 발명에 있어서의 접착체란, 기판으로부터 집적회로를 박리하기 쉽게 하기 위해서, 기판상에 미리 형성되는 금

속층에 대하여 밀착성이 높은 재료로 이루어진다. 구체적으로는, 금속층과 접하여 형성되는 것에 의해 금속층 중의 

금속과 반응하여 금속화합물(실리사이드를 포함함)이나 합금을 형성할 수 있는 재료를 사용할 수 있다.

또한, 금속층 중의 금속과 접착체와의 반응은, 의도적으로 열처리를 가할 수도 있지만, 나중 공정에서 소자형성층(집

적회로를 포함함)의 제작에 있어서 열처리 등에 의해 촉진시킬 수 있다.

이와 같이, 접착체에 의해 기판상의 금속층과 산화물층과의 밀착성을 높인 후에, 산화물층상에, 복수의 반도체소자로

구성된 집적회로를 포함하는 소자형성층을 형성한다.

또한, 소자형성층을 형성한 후의 접착체의 제거방법으로서는, 에칭법을 사용 할 수 있고, 접착체는 그때까지 형성되어

있는 소자형성층의 일부과 함께 에칭에 의해 제거할 수 있다. 에칭법으로는, 웨트에칭법 또는 드라이에칭법을 사용할

수 있다.

또한, 에칭에 의해 소자형성층의 일부에 형성된 개구부는, 그대로 해도 좋지만, 접착체를 제거한 뒤에 에칭에 의해 제

거된 재료와 동일한 절연재료, 또는 다른 절연재료를 사용하여 채워도 좋다.

그리고, 물리적인 힘을 가하는 것에 의해, 기판과 소자형성층을 분리시킬 수 있다. 이것은, 미리 기판상에 형성되는 금

속층과 산화물층이, 산화물층상에 집적회로(복수의 TFT)를 형성하는 프로세스 등에 의해서 그 적층계면에 박리가 발

생하기 쉬워지는 것에 대해서, 계면에 접착체를 형성하여 밀착성을 높이고 있는 것이지만, 그 접착체가 제거되는 것에

의해, 계면에 있어서의 밀착성이 다시 저하되어 버리기 때문이다. 그리고, 박리한 소자형성층을 다른 기판에 부착하는

것에 의해, 소자형성층의 전사가 완성된다.

또, 본 발명의 구성은, 제 1 기판상에 금속층을 형성하고; 상기 금속층상의 일부에 접착체를 형성하고; 상기 금속층 및

상기 접착체를 덮어 산화물층을 형성하고; 상기 산화물층상에 복수의 반도체소자로 구성된 집적회로를 형성하고; 상

기 접착체를 제거하는 것을 특징으로 한다. 이 경우, 반도체소자의 형성에 있어서 400??이상, 바람직하게는 600?? 이

상의 열처리공정을 포함하는 것에 의해, 상기 금속층과 상기 접착체와의 밀착성을 보다 높일 수 있다. 400?? 이상의 

열처리를 가함으로써, 상기 금속층과 상기 접착체와의 계면을 안정화시킬 수 있고, 또한, 600?? 이상 의 열처리를 가

함으로써, 상기 금속층과 상기 접착체를 반응시킬 수 있다.

또, 상기 구성에 있어서, 복수의 반도체소자(TFT 등)로 구성되는 집적회로는, 소자형성층에 포함되는 것이다. 또한, 

접착체의 제거방법으로서는, 소자형성층의 일부를 에칭함으로써 동시에 제거하는 것이 바람직하다.
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또, 상기 구성에 있어서, 금속층과 산화물층과의 계면은, 소자형성층의 제작공정에서 열처리가 가해지는 것에 의해, 

계면에 있어서의 밀착력이 저하하지만, 금속층상에 형성된 접착체는, 소자형성층을 제작하는 공정에서 열처리가 가

해지는 것에 의해, 금속층 중에 포함되는 금속재료와 반응하기 때문에 밀착력이 높아진다. 이에 따라, 기판으로부터 

소자형성층이 박리하지 않고 소자형성층을 형성할 수 있다.

또한, 소자형성층을 형성한 후, 접착체를 소자형성층의 일부와 함께 에칭하여 제거함으로써, 제1의 기판과 소자형성

층과의 밀착력을 저하시킬 수 있다.

또, 상기 구성에 있어서, 접착체를 제거한 뒤, 상기 소자형성층상에 제 1 접착제를 통해 제 2 기판을 부착하는 것은, 

상기 제 1 기판으로부터 상기 소자형성층을 용이하게 박리할 수 있으므로, 보다 바람직하다.

더욱, 상기 구성에 있어서 상기 제 1 기판으로부터 박리한 상기 제 2 기판 및 상기 소자형성층을 제 2 접착제를 통해 

제 3 기판상에 접착하는 것에 의해, 소자형성층이 형성된 제 1 기판과는 다른 제 3 기판상에 소자형성층을 전사할 수 

있다. 또, 전사한 후, 상기 제 2 기판을 상기 소자형성층으로부터 제거해도 좋다.

이하, 본 발명에 따른 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.

(실시 형태)

[실시 형태 1]

도 1a 내지 도 1d를 참조하여 본 발명의 실시 형태를 설명하도록 한다.

도 1a는, 본 발명의 접착체가 형성된 기판의 평면도를 나타내고, 도 1b는, 도 1a에 있어서의 점선 AA'으로 절단하였

을 때의 단면도를 나타낸다. 즉, 접착체(103)는, 도 1b에 나타낸 바와 같이 기판(101) 상에 형성된 금속층(1O2) 상에 

접하여 섬 형상으로 형성된다. 이때, 여기서 형성되는 접착체는, 다음에 형성되는 금속층(102)과 산화물층(104) 사이

에 형성되어, 금속층(102)과 산화물층(104)의 밀착성을 높일 수 있다.

기판(101)에 사용하는 재료로서는, 석영기판이나 유리기판 등을 사용할 수 있다. 하지만, 나중의 공정에서 기판 상에 

형성된 소자형성층(TFT을 포함한다)을 기판으로부터 박리할 때에, 그것의 강도 등이 불충분한 경우에는, 복수의 기

판을 함께 부착하여 사용할 수도 있다.

이때, 금속층(102)을 형성하는 재료로서는, 텅스텐(W), 몰리브덴(Mo), 테크네티움(Tc), 레늄(Re), 루테늄(Ru), 오스

뮴(Os), 로듐(Rh), 이리듐(Ir), 팔라듐(Pd), 백금(Pt), 은(Ag), 또는 금(Au)으로부터 선택된 원소, 상기 원소를 주성분

으로 포함하는 합금, 또는 질화물(예를 들면, 질화티타늄, 질화텅스텐, 질화탄탈륨, 질화몰리브덴)을 단층, 또는 적층

하여 사용할 수 있다.

또한, 금속층(102) 위에 형성되는 접착체(103)는, 산화물층(104) 위에 형성되는 TFT의 주위에 형성된다. 즉, 도 1a

에 나타낸 바와 같이, 접착체(103)가 형성된 후, 점선으로 덮인 영역(105)에 TFT가 형성된다. 이때, 접착체(103)의 

배치, 및 형상에 관해서는, 도 1a에 나타낸 것에 한정되지 않으며 적절히 설계할 수 있다.

이때, 접착체(103)는, 기판으로부터 소자형성층(TFT을 포함한다)을 박리하기 쉽게 하기 위해서 기판(101) 상에 형

성되는 금속층(102)과 밀착성이 높은 재료로 이루어지며, 구체적으로는, 금속층(102)과 접하여 형성될 때 금속층(10

2) 내의 금속과 반응하여 금속화합물이나 합금을 형성하는 재료, 예를 들면, 실리사이드를 형성하는 규소뿐만 아니라,

게르마늄, 탄소, 붕소와 같은 금속물, 마그네슘, 알루미늄, 티타늄, 탄탈륨, 철, 코발트, 니켈, 망간 등의 금속재료를 사

용하는 것에 의해 형성된다.

또한, 접착체(103)는, CVD(Chemical Vapor Deposition)법, 스퍼터링법, 증착법 등의 막형성법에 의해 막형성한 후,

이것을 패터닝하여, 형성할 수 있다.

또한, 본 발명에 있어서의 산화물층에는, 산화규소, 산화질화규소(SiO x N y ), 질화규소 등을 사용할 수 있으며, 스

퍼터링법, CVD법 등에 의해 막형성할 수 있다.

또한, 본 발명에 있어서, 산화물층(104) 상에 반도체소자인 TFT(1O6)를 형성한 후, 도 1c 및 도 1d에 나타낸 바와 

같이, 접착체가 제거된다. 이때, 도 1c에는, TFT(106)가 형성된 기판의 평면도를 나타내고, 도 1d에는, 도 1c에 있어

서의 점선 BB'으로 절단하였을 때의 단면도를 나타낸다. 접착체(103)의 제거방법으로서는, 에칭법(드라이에칭법, 웨

트에칭법)을 사용할 수 있고, 소자형성층(107)에 있어서의 층간절연막과 산화물층(104)의 일부와 함께 접착체(103)

가 제거된다. 즉, 도 1c의 영역 a(111)는, 접착체(103)가 제거된 부분을 나타낸다.
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이때, 접착체(103)에 의해 높여져 있었던 기판(101) 상의 금속층(102)과 산화물층(104)의 밀착력은, 접착체(103)를 

제거하는 것에 의해, 저하된다.

다음에, TFT(106)를 포함하는 소자형성층(107) 위에 접착층(제 1 접착층이라 함)(109)을 통해 보조기판(제 2 기판

이라 함)(110)을 부착한 후, 물리적인 힘을 가하여 소자형성층(107) 및 보조기판(110)을 기판(101)으로부터 분리시

킬 수 있다. 이 경우, 기판(101) 상의 금속층(102)과 산화물층(104)의 계면에서 분리가 발생한다. 이하에서는 접착제

가 형성된 층을 접착층이라 한다.

이때, 본 발명에서는, 상기 접착체(103)을 제거할 때에 형성된 개구부를 절연재료에 의해 매립할 수 있다. 또한, 여기

서 사용하는 절연재료로서는, 유기절연재료이어도 되며, 무기절연재료이어도 된다. 구체적으로는, 무기절연재료로서,

산화규소, 질화규소, 산화질화규소 등을 사용할 수 있고, 유기절연재료로서, 아크릴(감광성 아크릴을 포함한다), 폴리

아크릴(감광성 폴리아크릴을 포함한다), 폴리이미드, 폴리아미드, BCB(벤조시클로부텐) 등을 사용할 수 있다.

또한, 접착층(제 1 접착층)(109)으로는, 나중에 보조기판(제 2 기판)(110)을 소자형성층(107)로부터 박리할 수 있는 

효율적인 재료를 사용하는 것으로 한다. 예를 들면, 자외선을 조사하거나, 가열하는 것에 의해, 접착력이 저하되는 접

착 재료를 사용한다. 또한, 접착제료로서, 양면 테이프를 사용할 수도 있다. 더구나, 보조기판(제 2 기판)(110)을 벗긴

후, 접착층(제 1 접착층)(109)의 나머지를 쉽게 제거 하기 위해, 소자형성층(107)과 접착층(제 1 접착층)(109) 사이에

수용성의 유기 수지로 이루어지는 막을 형성해 두는 것도 가능하다. 이 경우, 수용성의 유기수지로 이루어진 막을 수

세하여 제거하는 것에 의해, 동시에 접착층(제 1 접착층)(109)의 나머지를 제거할 수 있다.

소자형성층(107)에 보조기판(110)을 부착한 후, 기판(101)로부터 소자형성층(107)과 보조기판(110)을 동시에 박리

한다. 이때, 박리는 기판(101) 상의 금속층(102)과 산화물층(104) 사이에서 발생한다. 그리고, 박리한 소자형성층(10

7)을 별도의 기판(제 3 기판이라 함), 예를 들면, 플라스틱 등의 가요성 기판 상에 접착층(제 2 접착층이라 함, 여기서

는 도시하지 않음)을 사용하여 부착한다.

이때, 플라스틱 등의 가요성 기판으로는, 열가소성이나 열경화성의 합성수지를 사용할 수 있다. 예를 들면, 폴리에틸

렌, 폴리프로필렌, 폴리스티렌, 폴리아미드, 폴리이미드, 폴리아미드-이미드, 폴리카보네이트 (PC), 아크릴계 수지, 

나일론, 폴리메틸 메타크릴레이트, 아크릴-스티렌 공중합체(AS 수지), 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (PET), 폴리에틸

렌 나프탈레이트(PEN), 폴리에테르 설폰(PES), 폴리이미드 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 불소계 수지, 스티렌계 수지, 

폴리올레핀계 수지, 멜라민 수지, 페놀 수지, 노르보넨 수지 등을 사용할 수 있다.

또한, 접착층(제 2 접착층)으로는 각종 경화형 재료들로부터 선택된 접착체를 사용할 수 있으며, 예를 들면, 반응경화

형 접착제, 열경화형 접착제, 자외선경화형 접착제 등의 광경화형 접착제, 혐기형 접착제 등을 사용할 수 있다. 하지만

, 작업효율의 점에서 자외선 경화형 접착제가 바람직하다.

마지막으로, 보조기판(110)을 제거하는 것에 의해 본 발명의 전사가 완료된다. 구체적으로는, 자외선을 조사하거나 

가열하는 것에 의해, 접착층(제 1 접착층)(109)의 접착력을 저하시켜, 기판(제 3 기판)에 부착된 소자형성층(107)으

로부터 보조기판(110)을 박리한다. 더구나, 소자형성층(107)과 접착층(제 1 접착층)(109) 사이에 수용성의 유기 수지

로 이루어지는 막이 형성되어 있는 경우에는, 수세함으로써 수용성의 유기수지로 이루어지는 막과 접착층(제 1 접착

층)(109)의 나머지를 제거할 수 있다.

[실시 형태 2]

이하에 본 발명의 실시 형태에 대해서 도 14a 내지 도 14d를 참조하여 설명한다.

도 14a에는, 본 발명의 접착체가 형성되는 기판의 평면도를 나타내고, 도 14b에는, 도 14a에 있어서의 점선 AA'으로 

절단하였을 때의 단면도를 나타낸다. 즉, 접착체(3103)는, 도 14b에 나타낸 바와 같이 기판(3101)상에 형성된 금속층

(3102)상에 접하여 섬 형상에 형성된다. 또, 여기서 형성되는 접착체는, 다음에 형성되는 산화물층(3104)과의 사이에

형성되어, 금속층(3102)과 산화물층(3104)과의 밀착성을 높일 수 있다.

기판(3101)의 재료로서는, 석영기판이나 유리기판 등을 사용할 수 있지만, 나중 공정에서 기판상에 형성된 소자형성

층(복수의 집적회로를 포함함)을 기판으로 부터 박리할 때, 그 강도 등이 불충분한 경우에는, 복수의 기판을 서로 부

착하여 사용할 수도 있다.

또, 금속층(3102)을 형성하는 재료로서는, 텅스텐(W), 몰리브덴(Mo), 테크네튬(Tc),레늄(Re), 루테늄(Ru), 오스뮴(O

s), 로듐(Rh), 이리듐(Ir), 팔라듐(Pd), 백금(Pt), 은(Ag) 또는 금(Au)으로부터 선택된 원소, 상기 원소를 주성분으로 

하는 합금 또는 질화물(예를 들면, 질화티탄, 질화텅스텐, 질화탄탈, 질화몰리브덴)을 단층 또는 적층하여 사용할 수 

있다.
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또한, 금속층(3102)의 위에 형성되는 접착체(3103)는, 산화물층(3104)의 위에 형성되는 복수의 TFT로 이루어지는 

집적회로의 주위에 형성된다. 즉, 도 14a에 나타낸 바와 같이, 접착체(3103)가 형성된 후, 점선으로 둘러싸인 영역(31

05)에 복수의 TFT로 구성되는 집적회로가 형성된다. 또, 접착체(3103)의 배치 및 형상에 대해서는, 도 14a에 나타내

는 것에 한정되지 않고 적절히 설계할 수 있다.

또, 접착체(3103)는, 기판으로부터 소자형성층(복수의 TFT로 구성된 복수의 집적회로를 포함함)을 박리하기 쉽게 

하기 위해서 기판(3101)상에 형성되는 금속층(3102)과 밀착성이 높은 재료로 이루어진다. 구체적으로는, 금속층(31

02)과 접하여 형성되는 것에 의해 금속층(3102) 중의 금속과 반응하여 금속화합물이나 합금을 형성하는 재료, 예를 

들면, 실리사이드를 형성하는 규소 뿐만 아니라, 게르마늄, 탄소, 붕소, 마그네슘, 알루미늄, 티탄, 탄탈, 철, 코발트, 니

켈, 망간 등의 금속재료를 사용하는 것에 의해 형성된다.

또한, 접착체(3103)는, CVD(Chemical Vapor Deposition)법, 스패터링법, 증 착법 등의 막형성법에 의해 막형성한 

후, 이것을 패터닝하여 형성할 수 있다.

또한, 본 발명에 있어서의 산화물층에는, 산화규소, 산화질화규소(SiO x N y ), 질화규소 등을 사용할 수 있고, 스패

터링법, CVD법 등에 의해 막형성할 수 있다.

또, 본 발명에 있어서, 산화물층(3104)상에 복수의 TFT로 이루어지는 복수의 집적회로(3106)를 형성한 후, 도 14c 

및 도 14d에 나타낸 바와 같이, 접착체(3103)가 제거된다. 또, 도 14c에는, 집적회로(3106)가 형성된 기판의 평면도

를 나타내고, 도 14d에는, 도 14c에 있어서의 점선 BB｀로 절단하였을 때의 단면도를 나타낸다. 접착체(3103)의 제

거방법으로서는, 에칭법(드라이에칭법, 웨트에칭법)을 사용할 수 있고, 소자형성층(3107)에 있어서의 층간절연막(31

08) 및 산화물층(3104)의 일부과 함께 접착체(3103)가 제거된다. 즉, 도 14c의 영역 a(3111)는, 접착체(3103)가 제

거된 부분을 나타낸다.

또, 접착체(3103)를 제거함으로써, 접착체(3103)에 의해 높아진 기판(3101)상의 금속층(3102)과 산화물층(3104)과

의 밀착력은 저하한다.

다음에, 집적회로(3106)를 포함하는 소자형성층(3107)의 위에 접착층(제 1 접착층)(3109)을 통해 보조기판(제 2 기

판)(3110)을 부착한 후, 물리적인 힘을 가함으로써, 소자형성층(3107) 및 보조기판(3110)을 기판(3101)으로부터 분

리시킬 수 있다. 또, 이 경우, 박리는 기판(3101)상의 금속층(3102)과 산화물층(3104)과의 계면에서 발생한다.

또한, 본 발명에서는, 상기 접착체(3103)를 제거할 때에 형성된 개구부를 절연재료로 매립할 수도 있다. 또, 여기서 

사용하는 절연재료로는, 유기절연재료이어 도, 무기절연재료이어도 좋다. 구체적으로는, 무기절연재료로는, 산화규소

, 질화규소, 산화질화규소 등을 사용하는 수 있으며, 유기절연재료로는, 아크릴(감광성아크릴을 포함함), 폴리아크릴(

감광성폴리아크릴을 포함함) 폴리이미드, 폴리아미드, BCB(벤조시클로부텐) 등을 사용할 수 있다.

또, 접착층(제 1 접착층)(3109)에는, 나중에 보조기판(제 2 기판)(3110)을 소자형성층(3107)으로부터 박리할 수 있

는 재료를 사용하기로 한다. 예를 들면, 자외선 조사 또는 가열에 의해, 접착력이 저하되는 접착재료를 사용한다. 또한

, 접착재료로서는, 양면테이프 등을 사용할 수 있다. 더욱, 보조기판(제 2 기판)(3110)을 떼어낸 후, 접착층(제 1 접착

층)(3109)의 나머지를 제거하기 쉽게 하기 위해서, 소자형성층(3107)과 접착층(제 1 접착층)(3109)과의 사이에 수용

성의 유기수지로 이루어지는 막을 형성해 둘 수도 있다. 이 경우, 수세하여 수용성의 유기수지로 이루어지는 막을 제

거함에 의해, 동시에 접착층(제 1 접착층)(3109)의 나머지를 제거할 수 있다.

소자형성층(3107)에 보조기판(3110)을 부착한 후, 기판(3101)으로부터 소자형성층(3107)을 보조기판(3110)과 함

께 박리한다. 이때, 박리는 기판(3101)상의 금속층(3102)과 산화물층(3104)과의 사이에서 발생한다. 그리고 박리한 

소자형성층(3107)을 다른 기판(제 3 기판이라 함), 예를 들면, 플라스틱 등의 가요성 기판상에, 접착층(제 2 접착층이

라 함, 여기서는 도시하지 않음)을 사용하여 부착한다.

또, 상기 플라스틱 등의 가요성 기판으로는, 열가소성이나 열경화성의 합성 수지를 사용할 수 있다. 예를 들면, 폴리에

틸렌, 폴리프로필렌, 폴리스틸렌, 폴리아미드, 폴리이미드, 폴리아미드이미드, 폴리카보네이트(PC), 아크릴계 수지, 

나이론, 폴리메틸메타크릴레이트, 아크릴-스틸렌 공중합체(AS 수지), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리에틸렌

나프타레이트(PEN), 폴리에테르설폰(PES), 폴리이미드폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 불소계 수지, 스틸렌계 수지, 폴리

올레핀계 수지, 멜라민 수지, 페놀 수지, 노르보넨 수지 등을 사용할 수 있다.

또한, 접착층(제 2 접착층)에는, 반응경화형 접착제, 열경화형 접착제, 자외선경화형 접착제 등의 광경화형 접착제, 혐

기형 접착제 등의 각종 경화형 접착제 등의 접착제를 사용할 수 있지만, 작업효율의 점에서 자외선경화형 접착제가 

바람직하다.
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마지막으로, 보조기판(3110)을 제거함으로써 본 발명의 전사가 완료된다. 구체적으로는, 자외선을 조사하거나, 가열

함으로써, 접착층(제 1 접착층)(3109)의 접착력을 저하시키고, 기판(제 3 기판)에 부착된 소자형성층(3107)으로부터 

보조기판(3110)을 박리한다. 더욱, 소자형성층(3107)과 접착층(제 1 접착층)(3109)과의 사이에 수용성의 유기수지

로 이루어지는 막이 형성되어 있는 경우에는, 수세함으로써 수용성의 유기수지로 이루어지는 막 및 접착층(제 1 접착

층)(3109)의 나머지를 제거할 수 있다.

(실시예)

이하, 본 발명의 실시예에 관해서 설명한다.

<실시예 1>

본 실시예에서는, 도 2a 내지 도 2e, 및 도 3a 내지 도 3d를 참조하여 본 발명의 전사공정을 포함하는 제작방법에 관

해서 설명한다.

도 2a에 있어서, 제 1 기판(201) 상에 금속층(202)이 적층되고, 그 위에 복수의 접착체(203)가 형성된다.

이때, 본 실시예에 있어서, 제 1 기판(201)으로서는, 유리기판, 석영기판을 사용할 수 있다. 이때, 유리기판으로서는, 

바륨붕소규산 유리, 알루미늄붕소규산 유리, 알루미늄실리케이트 유리 등을 소재로 하는 유리기판을 사용할 수 있다. 

대표적으로는, 코닝사제의 1737 유리기판(왜곡점 667℃), 아사히글래스사제의 AN 1OO(왜곡점 670℃) 등이 적용가

능하다. 본 실시예에서는, AN 100을 사용하는 것으로 한다.

또한, 금속층(202)의 재료로는, 텅스텐(W), 몰리브덴(Mo), 테크네티움(Tc), 레늄(Re), 루테늄(Ru), 오스뮴(Os), 로듐

(Rh), 이리듐(Ir), 팔라듐(Pd), 백금(Pt), 은(Ag), 또는 금(Au)으로부터 선택된 원소, 상기 원소를 주성분으로 하는 합

금, 또는 질화물(예를 들면, 질화티타늄, 질화텅스텐, 질화탄탈륨, 질화몰리브덴)을 단층, 또는 적층하여 사용할 수 있

다. 본 실시예에서는, W(텅스텐)을 주성분으로 하는 금속층(202)를 사용하는 것으로 한다. 이때, 금속층(202)의 막두

께는 10nm∼200nm, 바람직하게는 50nm∼75nm로 하면 된다.

금속층(202)은, 스퍼터링법, CVD법, 증착법에 의해 형성할 수 있지만, 본 실시예에서는, 스퍼터링법에 의해 막형성하

는 것으로 한다. 또한, 스퍼터링법에 의해 금속층(2O1)을 형성하는 경우에는, 제 1 기판(201)를 고정하기 때문에, 제 

1 기판(201)의 주연부 부근에서의 막두께가 불균일로 되기 쉽다. 그 때문에, 드라이에칭에 의해 주연부만을 제거하는

것이 바람직하다.

금속층(202) 위에 형성되는 접착체(203)는, 비정질실리콘막을 막형성한 후 이것을 패터닝하는 것에 의해 형성된다.

다음에, 산화물층(204)을 형성한다(도 2b). 본 실시예에서는 산화실리콘으로 이루어지는 막을 산화실리콘 타깃을 사

용한 스퍼터링법에 의해, 막두께 150nm∼200nm으로 형성한다. 이때, 산화물층(204)의 막두께는, 금속층(202)의 막

두께의 2배 이상으로 하는 것이 바람직하다.

다음에, 산화물층(2O4) 상에 소자형성층(301)이 형성된다(도 2c). 소자형성층(301)에는, TFT(p채널형 TFT, 또는 n

채널형 TFT)가 복수로 형성되고, 이들 TFT를 접속하는 배선(211) 과 절연막(21O, 212) 이외에, 이들 TFT와 접속

된 소자(발광소자, 액정소자)가 포함되는 것으로 한다. 이때, TFT를 포함하는 소자형성층의 제작방법은, 본 발명에 

있어서 특별히 한정되는 것은 아니다. 본 발명은 실시예 5에 나타낸 것과 같은 제작방법 이외에, 공지의 제작방법을 

조합하여 사용할 수 있다. 이때, TFT는, 산화물층(204) 상의 반도체막의 일부에 형성된 불순물영역(205) 및 채널형

성영역(206), 절연막(207), 및 게이트 전극(208)을 포함한다.

본 실시예에서는, 소자형성층(301)를 형성할 때에, 적어도 수소를 포함하는 재료막(반도체막 또는 금속막)을 형성한 

후, 수소를 포함하는 재료막 내에 포함되는 수소를 확산하기 위한 열처리를 행한다. 이 열처리는 420℃ 이상이면 되

고, 소 자형성층(301)의 형성 공정과는 별도로 행하거나, 겸용시켜 공정을 생략하여도 된다. 예를 들면, 수소를 포함

하는 재료막으로서 수소를 포함하는 비결정질 실리콘막을 CVD법에 의해 막형성한 후, 비결정질 실리콘막을 결정화

시키기 위해 500℃ 이상의 열처리를 행하면, 가열에 의해 폴리실리콘막을 형성할 수 있는 동시에 수소의 확산을 행할

수 있다.

이때, 이 열처리를 행하는 것에 의해, 금속층(202)과 산화물층(204) 사이에 결정구조를 갖는 금속산화물로 이루어지

는 층(도시하지 않음)이 형성된다. 이때, 금속층(202) 상에 접착체(203)를 형성하고 그 위에 산화물층(204)를 적층형

성할 때에, 금속층(202)와 산화물층(204) 사이에 2nm∼5nm 정도 형성되는 비결정질 상태의 금속산화물층(본 실시

예에서 산화 텅스텐막)도, 이 열처리에 의해 결정구조를 갖고, 금속산화물로 이루어지는 층(도시하지 않음)을 형성한

다.
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또한, 이 금속산화물로 이루어지는 층(도시하지 않음)이 금속층(202)과 산화물층(204)의 계면에 형성되고, 이로써 나

중의 공정에서의 기판과 소자형성층의 박리가 용이하게 된다. 또한, 본 실시예에서는, 소자형성층(301)을 형성하는 

도중의 열처리 과정에서, 금속산화물로 이루어지는 층이 형성되는 경우에 관해서 설명하였지만, 본 발명은 이 방법에

한정되는 것은 아니며, 금속층(202) 및 접착체(203)를 형성한 후, 금속산화물층(202)과 그 다음 산화물층(204)을 형

성하는 방법으로 행할 수도 있다.

한편, 소자형성층(301)을 형성하는 도중의 열처리에 의해, 접착체(203)와 금속층(202)과의 밀착성을 높일 수 있다. 

즉, 본 실시예에 있어서, 비정질실리콘막으 로부터 형성된 접착체(203)는, 열처리를 가하는 것에 의해, 먼저 형성된 

금속층(202) 중의 텅스텐(W)과 반응하여, 실리사이드(텅스텐 실리사이드: WSi 2 )를 형성한다. 그 때문에, 접착체(2

03)와 금속층(202)의 밀착성이 높여진다. 이때, 본 발명에서는, 소자형성층(301)을 형성하는 도중의 열처리에 의해, 

금속층 중의 금속과 접착체를 반응시키는 방법에 한정되지 않는다. 금속층과 접착체를 형성한 후 금속층 중의 금속과

접착체를 반응시키기 위한 열처리를 소자형성층(301)의 제작과는 별도로 행할 수도 있다.

소자형성층(301)이 완성되면, 접착체(203)를 제거한다. 구체적으로는, 드라이에칭법에 의해 절연막(207, 209, 210, 

212) 및 산화물층(204)의 일부와 접착체(203)를 에칭하여, 개구부(213)를 형성한다(도 2d).

예를 들면, 절연막(207, 209, 210, 212) 및 산화물층(204)을 에칭하는 경우에 있어서, 이들이 산화규소로 형성되어 

있는 경우에는, 탄화 불소(CF 4 )를 주성분으로 하는 에칭가스를 사용하여 드라이에칭을 행한다. 또한, 접착체(203)

를 에칭하는 경우에 있어서, 접착체(203)가 규소로 형성되어 금속층(예를 들면 W)과의 반응에도 불구하고 그것의 일

부에 규소를 주성분으로 하는 부분이 남아 있는 경우에는, 이것을 브롬화수소(HBr) 및 염소(Cl 2 )를 주성분으로 하

는 에칭가스를 사용하여 에칭할 수 있다. 더구나, 접착체(203)가 규소로 형성되어 금속층(W)과의 반응에 의해서 그것

의 일부가 실리사이드(WSi)를 형성하고 있는 경우에는, 이것을 불화유황(SF 6 )과 브롬화수소(HBr)를 주성분으로 

하는 에칭가스를 사용하여 에칭할 수 있다.

다음에, 소자형성층(301) 상에 유기수지층(214)을 형성한다. 유기수지층(214)에 사용되는 재료로서는, 물 또는 알코

올류에 가용인 유기재료를 사용하고, 이것을 전체면에 도포, 경화하는 것에 의해 형성한다. 이 유기재료의 조성으로서

는, 예를 들면, 에폭시계, 아크릴레이트계, 실리콘계 등의 어떠한 것이라도 된다. 구체적으로는, 스핀코트법에 의해 수

용성 수지(TOAGOSEI사제: VL-WSHL10)를 막두께 30㎛로 도포하고, 가경화시키기 위해 2분간 빛에 노출한 다음, 

이면에서 2.5분, 표면에서 10분 UV 광에 노출시킨다. 이러한 합계 12.5분의 노광을 행하여 본경화시킴으로써, 그 결

과 유기수지층(214)이 형성된다(도 2e).

이때, 나중의 박리 공정을 쉽게 행하기 위해, 금속층(202)과 산화물층(204)의 계면(금속산화물을 포함하는 층)에서 

밀착성을 부분적으로 저하시키는 처리를 행한다. 밀착성을 부분적으로 저하시키는 처리는, 박리하고자 하는 영역의 

주연을 따라 금속층(202) 또는 산화물층(204)에 레이저광을 부분적으로 조사하는 처리, 혹은, 박리하고자 하는 영역

의 주연을 따라 외부에서 국소적으로 압력을 가해 산화물층(204)의 층 내부 또는 계면의 일부분에 손상을 미치는 처

리이다. 구체적으로는 다이어몬드펜 등으로 딱딱한 바늘을 수직으로 눌러 하중을 걸어 움직이게 하면 된다. 바람직하

게는, 스크라이버장치를 사용하여, 누름량을 0.1mm∼2mm으로 하여, 압력을 가해 움직이도록 하면 된다. 이와 같이,

박리를 행하기 전에, 박리현상의 시작이 유발되는, 접착력이 선택적(부분적)으로 저하된 부분을 형성함으로써, 박리 

불량이 없어지고 더구나 수율도 향상된다.

다음에, 제 1 접착층(215)을 형성하는 것에 의해, 유기수지층(214) 상에 제 1 접착층(215)을 통해 보조기판인 제 2 

기판(216)을 부착시킬 수 있다(도 2e). 이때, 제 1 접착층(215)을 형성하는 재료로서는, 나중의 공정에서, 소정의 처

리를 행하는 것에 의해 접착성이 약해지는 공지의 재료를 사용할 수 있지만, 본 실시예에서는, 나중의 공정에서, 광조

사에 의해 접착력이 저하하는 감광성의 양면테이프를 사용하는 경우에 관해서 설명한다.

다음에, 제 1 기판(201)을 물리적 수단에 의해 보조기판이 부착된 소자형성층(301)으로부터 벗긴다. 본 실시예의 경

우에는, 금속층(202)과 산화물층(204)의 계면(금속산화물을 포함하는 층) 부분에 있어서, 비교적 작은 힘(예를 들면, 

인간의 손, 노즐로부터 내뿜어지는 가스의 풍압, 초음파 등)으로 당겨 벗길 수 있다. 구체적으로는, 산화텅스텐막 내부

, 또는 산화텅스텐막과 산화실리콘막과의 계면, 또는 산화텅스텐막과 텅스텐막과의 계면에서 분리시켜, 제 1 기판(20

1)을 벗길 수 있다. 이렇게 해서, 산화물층(204) 상에 형성된 소자형성층(301)을 제 1 기판(201)으로부터 분리할 수 

있다. 도 3a는 박리시의 상태를 보여준다.

또한, 박리에 의해 노출된 표면에는, 금속산화물을 포함하는 층의 일부가 남아 있다. 이것은, 나중의 공정에서, 노출면

을 기판 등에 접착할 때에 밀착성을 저하시키는 원인이 된다. 따라서, 노출면에 남아 있는 금속산화물을 포함하는 층

의 일부를 제거하는 처리를 행하는 것이 바람직하다. 이때, 이들을 제거하기 위해서는, 암모니아 수용액 등의 알칼리

성의 수용액이나 산성 수용액 등을 사용할 수 있다. 그 이외에, 금속산화물을 포함하는 층의 일부가 박리하기 쉬워지

는 온도(430℃ 이하)에서, 이후의 공정을 행하여도 된다.
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다음에, 제 2 접착층(217)을 형성하고, 제 2 접착층(217)을 통해 제 3 기판(218)을 산화물층(204)(및 소자형성층(30

1))에 접착한다(도 3b). 이때, 제 1 접착층(215)에 의해 접착된 제 2 기판(216)과 유기수지층(214)과의 밀착성보다도,

제 2 접착층(217)에 의해 접착된 산화물층(204)(및 소자형성층(301))과 제 3 기판(218)의 밀착성이 더 높은 것이 중

요하다.

제 3 기판(218)으로서는, 가요성 기판(플라스틱 기판)을 사용하는 것이 바람직하다. 본 실시예에서는, 제 3 기판(218)

에 대해 극성기가 붙은 노르보넨 수지로 이루어지는 ARTON(JSR제)를 사용하는 것으로 한다.

또한, 제 2 접착층(217)의 재료로서는, 반응경화형 접착제, 열경화형 접착제, 자외선경화형 접착제 등의 광경화형 접

착제, 혐기형 접착제 등의 각종 경화형 접착제를 들 수 있다. 더욱 바람직하게는, 은, 니켈, 알루미늄, 질화알루미늄으

로 이루어지는 분말, 또는 필러를 포함시키는 것에 의해, 높은 열전도성을 갖게 하는 것이 더욱 바람직하다.

다음에, 제 2 기판(216)측으로부터 자외선을 조사하는 것에 의해, 제 1 접착층(215)에 사용하고 있는 양면테이프의 

접착력을 저하시켜, 소자형성층(301)으로부터 제 2 기판(216)을 분리시킨다(도 3c). 더구나, 본 실시예에서는, 노출

된 표면을 수세하는 것에 의해, 제 1 접착층(215) 및 유기수지층(214)을 용해시켜 제거할 수 있으며, 도 3d에 나타낸 

구조를 얻을 수 있다.

상기 설명된 방법에 의해, 제 1 기판(201) 상에 형성된 TFT를 분리할 수 있으며 별도의 기판(제 3 기판(218))으로 전

사할 수 있다.

<실시예 2>

본 실시예에서는, 본 발명의 전사공정을 포함하는 제작방법에 있어서, 실시예 1과는 그것의 일부가 다른 경우에 관해 

도 4a 내지 도 4e, 도 5a 및 도 5b를 참조하여 설명한다.

도 4a에 있어서, 제 1 기판(401) 상에 금속층(402)이 적층되고, 그 위에 복수의 접착체(403)가 형성된다.

이때, 본 실시예에 있어서, 제 1 기판(401)으로서는, 실시예 1과 동일한 유리기판(AN100)을 사용하는 것으로 한다. 

또한, 금속층(402)에 관해서도 실시예 1과 마찬가지로 텅스텐(W)을 주성분으로 하는 금속층(402)을 사용하는 것으

로 한다. 이때, 금속층(402)은, 스퍼터링법에 의해 막형성하고, 그것의 막두께는 10nm∼200nm, 바람직하게는 50nm

∼75nm로 하면 된다.

금속층(402) 위에 형성되는 접착체(403)는, 비정질실리콘막을 막형성한 후, 이것을 패터닝하는 것에 의해 형성된다.

다음에, 산화물층(404)을 형성한다(도 4b). 본 실시예에서는 산화실리콘으로 이루어지는 막을 산화실리콘 타깃을 사

용한 스퍼터링법에 의해, 막두께 150nm∼200nm로 형성한다. 이때, 산화물층(404)의 막두께는, 금속층(402)의 막두

께의 2배 이상으로 하는 것이 바람직하다.

다음에, 산화물층(404) 상에 소자형성층(501)이 형성된다(도 4c). 소자형성층(501)에는, TFT(p채널형 TFT, 또는 n

채널형 TFT)가 복수 형성되고, 이들 TFT를 접속하는 배선(411), 절연막(410) 이외에, 이들 TFT와 접속된 소자(발

광소자, 액정소자 등)가 포함되는 것으로 한다. 또한, TFT를 포함하는 소자형성층의 제작방법은, 본 발명에서 특별히

한정되는 것은 아니며, 실시예 5에 나타낸 것과 같은 제작방법 이외에, 공지의 제작방법을 조합하여 사용할 수 있다. 

이때, TFT는, 산화물층(404) 상의 반도체막의 일부에 형성된 불순물영역(405) 및 채널형성영역(406), 게이트절연막

(407), 및 게이트전극(408)을 포함한다.

본 실시예에서도 실시예 1의 경우와 마찬가지로, 소자형성층(501)을 형성할 때에, 적어도 수소를 포함하는 재료막(반

도체막 또는 금속막)을 형성한 후, 수소를 포함하는 재료막 중에 포함되는 수소를 확산하기 위한 열처리를 행한다. 이

때, 이 열처리를 행하는 것에 의해, 금속층(402)과 산화물층(404) 사이에 결정구조를 갖는 금속산화물로 이루어지는 

층(도시하지 않음)이 형성된다.

또한, 이 금속산화물로 이루어지는 층(도시하지 않음)이 금속층(402)과 산화물층(404)의 계면에 형성되는 것에 의해,

나중의 공정에서 기판과 소자형성층과의 박리가 용이하게 된다.

한편, 소자형성층(501)을 형성하는 도중의 열처리에 의해, 접착체(403)와 금속층(402)의 밀착성을 높일 수 있다.

본 실시예에서는, 소자형성층(501)에 포함되는 배선(411)까지 형성한 다음, 접착체(403)를 제거한다. 구체적으로는, 

드라이에칭법에 의해 절연막(410)의 일부와 접착체(403)를 에칭하여, 개구부(412)를 형성한다(도 4d).
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예를 들면, 절연막(407, 409, 410) 및 산화물층(404)을 에칭하는 경우에 있 어서, 이들이 산화규소로 형성되어 있는 

경우에는, 탄화불소(CF 4 )를 주성분으로 하는 에칭가스를 사용하여 드라이에칭을 행하고, 또한 접착체(403)를 에칭

하는 경우에 있어서, 접착체(403)가 규소로 형성되어 있고 금속층(예를 들면 W)과의 반응에도 불구하고 그것의 일부

에 규소를 주성분으로 하는 부분이 남아 있는 경우에는, 이것을 브롬화수소(HBr) 및 염소(Cl 2 )를 주성분으로 하는 

에칭가스를 사용하여 에칭할 수 있다. 더구나, 접착체(403)가 규소로 형성되어 있고, 금속층(W)과의 반응에 의해서 

그것의 일부가 실리사이드(WSi)를 형성하고 있는 경우에는, 이것을 불화유황(SF 6 )과 브롬화수소(HBr)를 주성분으

로 하는 에칭가스를 사용하여 에칭할 수 있다.

다음에, 개구부(412)를 매립하고, 소자형성층(501)의 표면을 평탄화하기 위해서 절연막(413)을 형성한다(도 4e). 이

때, 본 실시예에서는, 플라즈마 CVD법에 의해 형성된 막두께 1∼3㎛의 질화산화실리콘막을 사용한다. 물론, 이 절연

막은 질화산화실리콘막에 한정되는 것은 아니며, 질화실리콘, 산화실리콘 등의 절연재료나, 아크릴, 폴리이미드, 폴리

아미드 등의 유기절연재료로 이루어지는 단층 구조나, 이들을 조합한 적층구조로 하여도 된다.

이때, 절연막(413)에 의해 소자형성층(501)의 표면을 평탄화한 후의 공정들에 관해서는, 실시예 1에 나타낸 것과 같

은 재료를 사용하여 같은 방법에 의해 형성할 수 있기 때문에 그에 대한 설명은 생략하도록 한다. 그 공정들은, (1) 소

자형성층(501) 위에 유기수지층을 형성하고, 그 위에 제 1 접착층을 통해 보조기판인 제 2 기판을 부착하는 공정; (2)

소자형성층(501)으로부터 제 1 기판(401)을 물리적수단에 의해 보조기판(제 2 기판)이 부착된 소자형성층(501)으로

부터 당겨 벗기는 공정; (3) 제 2 접착층을 형성하고, 제 2 접착층을 통해 제 3 기판을 산화물층(및 소자형성층)에 접

착하는 공정; 및 (4) 소자형성층으로부터 제 2 기판을 분리시키는 공정이다.

이상으로부터, 소자형성층(501)이 제 2 접착층(417)을 통해 제 3 기판(418) 상에 전사된, 도 5a에 도시된, 구조를 얻

을 수 있다.

또한, 본 실시예에서는, 도 4d에서의 개구부(412)를 형성한 후, 절연막(601)을 형성하는 것에 의해, 도 5b에 도시된 

구조를 형성하여도 된다.

이상으로부터, 제 1 기판(401) 상에 형성된 TFT를 분리하여 별도의 기판(제 3 기판(418)) 상에 전사할 수 있다.

<실시예 3>

본 실시예에서는, 본 발명의 전사공정을 포함하는 제작방법에 있어서, 실시예 1과 실시예 2와는 그것의 일부가 다른 

경우에 관해서 도 6a 내지 도 6e, 도 7a 및 도 7b를 참조하여 설명한다.

도 6a에 있어서, 제 1 기판(601) 상에 금속층(602)이 적층되고, 그 위에 산화물층(603)이 형성된다.

이때, 본 실시예에 있어서, 제 1 기판(601)으로서는, 실시예 1과 동일한 유리기판(AN100)을 사용하는 것으로 한다. 

또한, 금속층(602)에 관해서도 실시예 1과 마찬가지로 텅스텐(W)을 주성분으로 하는 금속층(602)을 사용하는 것으

로 한다. 이때, 금속층(402)은, 스퍼터링법에 의해 막형성하고, 그것의 막두께는 10nm∼200nm, 바람직하게는 50nm

∼75nm로 하면 된다.

금속층(602) 위에 형성되는 산화물층(603)은, 산화실리콘으로 이루어지는 막을 산화실리콘 타깃을 사용한 스퍼터링

법에 의해, 막두께 150nm∼200nm로 형성한다. 이때, 산화물층(604)의 막두께는, 금속층(602)의 막두께의 2배 이상

으로 하는 것이 바람직하다. 또한, 본 실시예에 있어서, 산화물층(603)은, 패터닝에 의해 복수의 섬 형상으로 분리 형

성된다.

다음에, 산화물층(603)을 덮어, 반도체막(604)이 형성된다. 본 실시예에서는, 플라즈마 CVD법에 의해 비정질실리콘

막을 반도체막으로서 형성한다(도 6a). 그리고, 이 반도체막(604)을 패터닝하는 것에 의해, 산화물층(603) 상에 형성

되는 반도체 a(605), 분리 형성된 2개의 산화물층(603) 사이에 형성된 반도체 b(606)가 얻어진다. 이때, 여기서 형성

되는 반도체 a(605)는, 나중에 형성되는 TFT의 불순물 영역 및 채널형성 영역으로 되고, 반도체 b(606)가, 본 발명에

있어서의 접착체가 된다.

즉, 본 발명에서는, TFT의 일부를 형성하는 반도체 a(605)와, 접착체를 형성하는 반도체 b(606)가 동시에 형성되는 

점에 특징이 있다.

다음에, 반도체 a(605)를 일부에 포함하는 소자형성층(701)이 형성된다(도 6c). 소자형성층(701)에는, TFT(p채널형

TFT, 또는 n채널형 TFT)가 복수 형성되고, 이들 TFT를 접속하는 배선(613), 절연막(612) 이외에, 이들 TFT와 접

속된 소자(발 광소자, 액정소자 등)가 포함되는 것으로 한다. 또한, TFT를 포함하는 소자형성층의 제작방법은, 본 발

명에서 특별히 한정되는 것은 아니며, 실시예 5에 나타낸 것과 동일한 제작방법 이외에, 공지의 제작방법을 조합하여 
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사용할 수 있다. 이때, TFT는, 산화물층(603) 상의 반도체 a(605)의 일부에 형성된 불순물영역(607) 및 채널형성영

역(608), 게이트절연막(609), 및 게이트전극(610)을 포함한다.

본 실시예에서도 실시예 1의 경우와 마찬가지로, 소자형성층(701)을 형성할 때에, 적어도 수소를 포함하는 재료막(반

도체막 또는 금속막)을 형성한 후, 수소를 포함하는 재료막 중에 포함되는 수소를 확산하기 위한 열처리를 행한다. 이

때, 이 열처리를 행하는 것에 의해, 금속층(602)과 산화물층(603) 사이에 결정구조를 갖는 금속산화물로 이루어지는 

층(도시하지 않음)이 형성된다.

또한, 이 금속산화물로 이루어지는 층(도시하지 않음)이 금속층(602)과 산화물층(603)의 계면에 형성되는 것에 의해,

나중의 공정에서 제 1 기판(601)과 소자형성층(701)의 박리가 용이하게 된다.

한편, 소자형성층(701)을 형성하는 도중의 열처리에 의해, 접착체인 반도체 b(606)와 금속층(602)의 밀착성을 높일 

수 있다.

본 실시예에서는, 소자형성층(701)에 포함되는 배선(613)까지 형성한 후에, 반도체 b(606)를 제거한다(도 6d). 구체

적으로는, 드라이에칭법에 의해 절연막(612)의 일부와 반도체 b(606)를 에칭하여, 개구부(614)를 형성한다.

예를 들면, 절연막(609, 611, 612) 및 산화물층(603)을 에칭하는 경우에 있어서, 이들이 산화규소로 형성되어 있는 

경우에는, 탄화불소(CF 4 )를 주성분으로 하 는 에칭가스를 사용하여 드라이에칭을 행하고, 또한 접착체인 반도체 b(

606)를 에칭하는 경우에 있어서, 반도체 b(606)가 규소로 형성되어 있고, 금속층(예를 들면 W)과의 반응에도 불구하

고 그것의 일부에 규소를 주성분으로 하는 부분이 남아 있는 경우에는, 이것을 브롬화수소(HBr) 및 염소(Cl 2 )를 주

성분으로 하는 에칭가스를 사용하여 에칭할 수 있다. 더구나, 반도체 b(606)가 규소로 형성되어 있고, 금속층(W)과의

반응에 의해서 그것의 일부가 실리사이드(WSi)를 형성하고 있는 경우에는, 이것을 불화유황(SF 6 )과 브롬화수소(H

Br)를 주성분으로 하는 에칭가스를 사용하여 에칭할 수 있다.

다음에, 개구부(614)를 매립하고, 소자형성층(701)의 표면을 평탄화하기 위해서 절연막(615)을 형성한다(도 6e). 이

때, 본 실시예에서는, 플라즈마 CVD법에 의해 형성된 막두께 1∼3 ㎛의 질화산화실리콘막을 사용한다. 물론, 이 절연

막은 질화산화실리콘막에 한정되는 것은 아니며, 질화실리콘, 산화실리콘 등의 절연재료나, 아크릴, 폴리이미드, 폴리

아미드 등의 유기절연재료로 이루어지는 단층 구조나, 이들을 조합한 적층구조로 하여도 된다.

이때, 절연막(615)에 의해 소자형성층(701)의 표면을 평탄화한 후의 공정들에 관해서는, 실시예 1에 나타낸 것과 같

은 재료를 사용하여 같은 방법에 의해 형성할 수 있기 때문에 그에 대한 설명은 생략하는 것으로 한다. 그 공정들은, (

1) 소자형성층(701) 위에 유기수지층을 형성하고, 그 위에 제 1 접착층을 통해 보조기판인 제 2 기판을 부착하는 공

정; (2) 소자형성층(701)으로부터 제 1 기판(601)을 물리적수단에 의해 보조기판(제 2 기판)이 부착된 소자형성층(70

1)으로부터 당겨 벗기는 공정; (3) 제 2 접착층을 형성하고, 제 2 접착층을 통해 제 3 기판과 산화물층(및 소자형성층)

을 접착하는 공정; 및 (4) 소자형성층으로부터 제 2 기판을 분리시키는 공정이다.

이상으로부터, 소자형성층(701)이 제 2 접착층(617)을 통해 제 3 기판(618) 상에 전사된, 도 7a에 나타낸 구조를 얻

을 수 있다.

또한, 본 실시예에서는, 도 6d에 있어서 개구부(614)를 형성한 후, 절연막(800)을 형성하는 것에 의해, 도 7b에 나타

낸 구조를 형성하여도 된다.

이상으로부터, 제 1 기판(601) 상에 형성된 TFT를 별도의 기판(제 3 기판(618)) 상에 제작할 수 있다.

<실시예 4>

본 실시예에서는, 본 발명에 있어서의 접착체의 배치 및 그 형상에 관해서, 도 8a 내지 도 8d를 사용하여 설명한다.

본 발명에서는, 도 8a에 나타낸 바와 같이, 물리적 수단에 의해 기판(801) 상에 형성된 소자형성층(802)을 박리하고, 

별도의 기판 상에 접착하여, 전사 공정을 행한다. 이때, 도 8a의 경우, 소자형성층(802)은, 도 8a에서의 화살표의 방

향으로 박리되는 것으로 한다.

접착체는, 소자형성층(802)의 제작 도중에 소자형성층(802)의 일부인 영역(803)에 형성되고, 박리 직전에 제거된다. 

소자형성층(802)에 형성되는 접착체 의 배치 및 형상의 일례를 도 8b 내지 도 8d에 나타낸다.

도 8b에서는, TFT(804)가 복수 형성되는 영역(803)에 있어서, 박리방향 XX'로 배열되는 TFT(804)의 사이에 사각 

형상의 접착체(805)가 형성되는 경우에 관해서 나타낸다. 이때, 사각 형상의 접착체(805)가 직사각형을 갖고, 박리방
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향 AA'과 직사각형의 긴 변이 평행하게 나란하도록 배치되는 것이 바람직하다. 이와 같이 접착체(805)를 사각 형상으

로 함으로써, 접착체(805)를 제거한 후 소자형성층(802)을 기판(801)으로부터 용이하게 박리할 수 있게 된다.

도 8c에서는, TFT(806)가 복수 형성되는 영역(803)에 있어서, 박리방향 AA'로 배열되는 TFT(806)의 사이에 삼각 

형상의 접착체(807)가 형성되는 경우에 관해서 나타낸다. 이때, 삼각 형상의 접착체(807)의 저변이, 박리방향 XX'와 

수직이 되도록 배치하는 것이 바람직하다. 이와 같이 접착체(807)를 삼각 형상으로 한 경우에도, 접착체(807)를 제거

한 후 소자형성층(802)을 기판(801)으로부터 용이하게 박리할 수 있게 된다.

도 8d에서는, TFT(808)가 복수 형성되는 영역(803)에 있어서, 박리방향 XX'로 복수 배열되는 TFT(808)의 열과 열 

사이에 라인형의 접착체(809)가 형성되는 경우에 관해서 나타낸다. 이때, 라인형의 접착체(809)는, 박리방향 XX'로 

복수의 TFT(808)가 배열되는 것과 동일한 길이로 형성하여도 되지만, TFT(808) 1개분의 길이로 형성하여도 된다. 

이와 같이 접착체(809)를 라인형으로 한 경우에도, 접착체(807)를 제거한 후, 소자형성층(802)을 기판(801)으로부터

용이하게 박리할 수 있다.

이때, 본 실시예에 나타낸 접착체의 배치 및 형상은, 본 발명에 있어서의 바람직한 일례에 지나지 않으며, 본 발명의 

접착체의 형상을 한정하는 것은 아니다.

<실시예 5>

본 실시예에서는, 동일 기판 상에 n채널형 TFT 및 p채널형 TFT을 동시에 제작하는 방법에 관해서, 도 9a 내지 도 9

d, 도 10a 내지 도 10d를 참조하여 설명한다.

기판(901) 상에 금속층(902)이 형성되고, 그 위에 접착체(903)가 형성된다.

본 실시예에서는, 기판(901)으로서, 유리기판(#1737)을 사용하고, 금속층(902)으로는, 실시예 1과 마찬가지로 텅스

텐(W)을 주성분으로 하는 금속재료를 사용한다. 이때, 접착체(903)는, 나중에 형성되는 TFT 사이에 배치되도록 원

하는 형상으로 패터닝되어, 형성된다.

다음으로, 금속층(902) 및 접착체(903) 상에 하지절연막으로서도 기능하는 산화물층(904)을 형성한다. 본 실시예에

서는, 플라즈마 CVD법으로 막형성 온도 300℃, 원료가스 SiH 4 , N 2 0로 제작되는 산화질화실리콘막(조성비 Si=3

2%, 0=59%, N=7%, H=2%)를 100nm의 두께로 막형성하는 것에 의해, 산화물층(904)을 형성한다.

또한, 대기에 노출시키지 않고 연속적으로 플라즈마 CVD법으로 막형성 온도 300℃, 막형성 가스 SiH 4 로 비정질 

구조를 갖는 반도체층(여기서는 비정질실리콘층)을 54nm의 두께로 형성한다. 이 비정질실리콘층은 수소를 포함하고

있고, 나중의 열처리에 의해서 수소를 확산시켜, 물리적수단으로 산화물층의 층 내부, 또는 계면에서 박리할 수 있다.

다음에, 중량 환산으로 10ppm의 니켈을 포함하는 초산니켈염 용액을 스피너로 도포한다. 도포 대신에 스퍼터법으로 

니켈 원소를 전체면에 살포하는 방법을 사용하여도 된다. 이어서, 가열처리를 행하여 결정화시켜 결정구조를 갖는 반

도체막(여기서는 폴리실리콘층)을 형성한다. 여기서는 탈수소화를 위한 열처리(500℃, 1시간)의 후에, 결정화를 위한

열처리(550℃, 4시간)를 행하여 결정구조를 갖는 실리콘막을 얻는다. 또한, 이 탈수소화를 위한 열처리(500℃, 1시간

)는, 비정질실리콘막에 포함되는 수소를 금속층(902)과 산화물층(904)의 계면으로 확산하는 열처리를 겸하고 있다. 

여기서는 실리콘의 결정화를 조장하는 금속 원소로서 니켈을 사용한 결정화기술을 사용하지만, 다른 공지의 결정화

기술, 예를 들면 고상성장법이나 레이저결정화법을 사용하여도 된다.

다음에, 결정구조를 갖는 실리콘막 표면의 산화막을 희불산 등으로 제거한 후, 결정화율을 높이고 결정립 내부에 남

겨지는 결함을 보수하기 위한 레이저광(XeCl: 파장 308 nm)의 조사를 대기중 또는 산소 분위기 중에서 행한다. 레이

저광으로는 파장 400nm 이하의 엑시머레이저광이나, YAG 레이저의 제 2 고조파, 제 3 고조파를 사용한다. 여기서는

, 반복주파수 10∼1000Hz 정도의 펄스 레이저광을 사용하고, 그 펄스 레이저광을 광학계로써 100∼500mJ/cm 2 으

로 집광하여, 90∼95% 오버랩율을 갖고 조사하여, 실리콘막 표면을 주사하면 된다. 여기서는, 반복 주파수 30Hz, 에

너지밀도 470mJ/cm 2 으로 레이저광의 조사를 대기중에서 행한다.

이때, 대기중, 또는 산소 분위기 중에서 행하기 때문에, 레이저광의 조사에 의해 표면에 산화막이 형성된다. 여기서는,

펄스 레이저를 사용하는 예를 나타내었지만, 연속발진의 레이저를 사용하여도 된다. 비정질반도체막의 결정화에 있

어서, 대입경으로 결정을 얻기 위해서는, 연속발진이 가능한 고체레이저를 사용하여, 기본파의 제 2 고조파∼제 4 고

조파를 적용하는 것이 바람직하다. 대표적으로는, Nd:YV0 4 레이저(기본파 1064nm)의 제 2 고조파(파장 532nm)나

제 3 고조파(파장 355nm)를 적용하면 된다. 연속발진의 레이저를 사용하는 경우에는, 출력 10W의 연속발진의 YV0 

4 레이저로부터 사출된 레이저광을 비선형 광학소자에 의해 고조파로 변환한다. 또한, YV0 4 결정과 비선형 광학소

자를 공진기에 넣어 고조파를 사출하는 방법도 있다. 그리고, 바람직하게는 레이저광을 광학계에 의해 사각형 또는 
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타원 형상의 레이저광으로 성형하여, 피처리체의 표면에 조사한다. 이때의 에너지 밀도는 0.01∼100MW/cm 2 정도(

바람직하게는 0.1∼10MW/cm 2 )가 필요하다. 그리고, 10∼2000cm/s 정도의 속도에서 레이저광에 대하여 상대적

으로 반도체막을 이동시켜 조사하면 된다.

다음에, 상기 레이저광의 조사에 의해 형성된 산화막에 덧붙여, 오존수로 표면을 120초 처리하여 합계 1∼5nm의 산

화막으로 이루어지는 배리어층을 형성한다. 본 실시예에서는 오존수를 사용하여 배리어층을 형성하지만, 산소분위기

하의 자외 선의 조사로 결정 구조를 갖는 반도체막의 표면을 산화하는 방법, 산소플라즈마 처리에 의해 결정 구조를 

갖는 반도체막의 표면을 산화하는 방법, 플라즈마 CVD법, 스퍼터법, 증착법 등으로 1∼10nm 정도의 산화막을 퇴적

하여 배리어층을 형성하여도 된다. 또한, 배리어층을 형성하기 전에 레이저광의 조사에 의해 형성된 산화막을 제거하

여도 된다.

다음에, 배리어층 상에, 스퍼터링법으로, 게터링 사이트가 되는 아르곤 원소를 포함하는 비정질실리콘막을 10nm∼4

00nm, 본 실시예에서는 막두께 100nm로 막형성한다. 본 실시예에서는, 아르곤 원소를 포함하는 비정질실리콘막은, 

실리콘 타깃을 사용하여 아르곤을 포함하는 분위기하에서 형성한다. 플라즈마 CVD법을 사용하여 아르곤 원소를 포

함하는 비정질실리콘막을 형성하는 경우, 막형성 조건은, 모노실란과 아르곤의 유량비(SiH 4 : Ar)를 1:99로 하고, 

막형성 압력을 6.665 Pa(0.05 Torr)로 하고, RF 파워밀도를 0.087W/cm 2 로 하며, 막형성 온도를 350℃로 한다.

그후, 650℃로 가열된 로에 넣어 3분의 열처리를 행하여 게터링하여, 결정 구조를 갖는 반도체막 중의 니켈농도를 저

감한다. 로 대신에 램프어닐링장치를 사용하여도 된다.

다음에, 배리어층을 에칭 스톱퍼로 하여, 게터링 사이트인 아르곤 원소를 포함하는 비정질실리콘막을 선택적으로 제

거한 후, 배리어층을 희불산으로 선택적으로 제거한다. 이때, 게터링 시에, 니켈은 산소 농도가 높은 영역으로 이동하

기 쉬운 경향이 있기 때문에, 산화막으로 이루어지는 배리어층을 게터링 후에 제거하는 것이 바람직하다.

이어서, 상기 얻어진 결정 구조를 갖는 실리콘막(폴리실리콘막이라고도 불림)의 표면에 오존수로 얇은 산화막을 형성

한 후, 레지스트로 이루어지는 마스크를 형성하고, 원하는 형상으로 에칭 처리하여 서로 분리된 섬 형상의 반도체층(

905, 906)을 얻는다. 반도체층(905, 906)을 형성한 후, 레지스트로 이루어지는 마스크를 제거한다(도 9a).

다음에, 불산을 포함하는 에쳔트로 산화막을 제거하는 동시에 실리콘막(반도체층(905, 906))의 표면을 세정한 후, 게

이트절연막(907)으로서 기능하는, 실리콘을 주성분으로 하는 절연막을 형성한다. 본 실시예에서는, 플라즈마 CVD법

에 의해 115nm의 두께로 산화실리콘막을 형성한다(도 9b).

더구나, 게이트절연막(907) 상에 막두께 20∼100nm의 제 1 도전막(908)과, 막두께 100∼400nm의 제 2 도전막(90

9)을 적층 형성한다. 본 실시예에서는, 게이트절연막(907) 상에 제 1 도전막(908)이 되는 막두께 50nm의 질화탄탈륨

막, 제 2 도전막(909)이 되는 막두께 370nm의 텅스텐막을 순차 적층한다.

이때, 제 1 도전막(908) 및 제 2 도전막(909)을 형성하는 도전성 재료로서는 Ta, W, Ti, Mo, A1, Cu에서 선택된 원

소, 또는 상기 원소를 주성분으로 하는 합금 재료 또는 화합물재료를 사용할 수 있다. 또한, 제 1 도전막(908) 및 제 2

도전막(909)으로서 인 등의 불순물 원소를 도핑한 다결정실리콘막으로 대표되는 반도체막이나, AgPdCu 합금을 사

용하여도 된다. 또한, 본 발명은 2층 구조에 한정되지 않는다. 예를 들면, 막두께 50nm의 텅스텐막, 막두께 500nm의 

알루미늄과 실리 콘의 합금(Al-Si)막, 막두께 30nm의 질화티타늄막을 순차 적층한 3층 구조로 하여도 된다. 또한, 3

층 구조로 하는 경우, 제 1 도전막으로 텅스텐 대신에 질화텅스텐을 사용하여도 되고, 제 2 도전막으로 알루미늄과 실

리콘의 합금(Al-Si)막 대신에 알루미늄과 티타늄의 합금막(Al-Ti)을 사용하여도 되며, 제 3 도전막으로 질화티타늄

막 대신에 티타늄막을 사용하여도 된다. 또한, 단층 구조이어도 된다.

다음에, 도 9c에 나타낸 바와 같이 노광공정에 의해 레지스트로 이루어지는 마스크(910, 911)를 형성하고, 게이트전

극 및 배선을 형성하기 위한 제 1 에칭처리를 행한다. 제 1 에칭처리에서는 제 1 및 제 2 에칭조건으로 행한다. 에칭

에는 ICP(Inductively Coupled Plasma: 유도결합형 플라즈마) 에칭법을 사용하는 것이 바람직하다. ICP 에칭법을 

사용하여, 에칭조건(코일형의 전극에 인가되는 전력량, 기판측의 전극에 인가되는 전력량, 기판측의 전극온도 등)을 

적절히 조절함으로써 원하는 테이퍼 형상으로 막을 에칭할 수 있다. 이때, 에칭용 가스로서는, Cl 2 , BCl 3 , SiCl 4 ,

CCl 4 등을 대표로 하는 염소계 가스 또는 CF 4 , SF 6 , NF 3 등을 대표로 하는 불소계 가스, 또는 0 2 을 적절히 

사용할 수 있다.

본 실시예에서는, 기판측(시료 스테이지)에도 150W의 RF(13.56MHz) 전력을 투입하여, 실질적으로 음의 자기바이

어스 전압을 인가한다. 이때, 기판측의 전극 면적 사이즈는, 12.5cm×12.5cm이며, 코일형의 전극 면적 사이즈(여기

서는 코일이 설치된 석영 원판)은, 직경 25cm의 원판이다. 이 제 1 에칭조건에 의해 W막을 에칭하여 제 1 도전층의 

단부를 테이퍼 형상으로 한다. 제 1 에칭조건에서의 W에 대한 에칭속도는 200.39nm/min, TaN에 대한 에칭속도는 8

0.32nm/min이며, TaN에 대한 W의 선택비는 약 2.5이다. 또한, 이 제 1 에칭조건에 의해서, W의 테이퍼각은, 약 26
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°로 된다. 이후, 레지스트로 이루어지는 마스크(910, 911)를 제거하지 않고 제 2 에칭조건으로 바꾼다. 제 2 에칭조

건에서는, 에칭용 가스로 CF 4 와 Cl 2 를 사용하여, 각각의 가스유량비를 30:30(sccm)으로 하고, 1Pa의 압력으로 

코일형의 전극에 500W의 RF(13.56MHz) 전력을 투입하여 플라즈마를 생성하여 약 30초 정도의 에칭을 행한다. 기

판측(시료 스테이지)에도 20W의 RF(13.56MHz) 전력을 투입하여, 실질적으로 음의 자기바이어스 전압을 인가한다. 

CF 4 와 Cl 2 를 혼합한 제 2 에칭조건에서는 W막 및 TaN막도 같은 정도로 에칭된다. 제 2 에칭조건에서의 W에 대

한 에칭속도는 58.97nm/min, TaN에 대한 에칭속도는 66.43nm/min이다. 이때, 게이트절연막 상에 잔사를 남기는 일

없이 에칭하기 위해서는, 10∼20% 정도의 비율로 에칭시간을 증가시키면 된다.

상기한 제 1 에칭처리에서는, 레지스트로 이루어지는 마스크의 형상을 적합한 것으로 하는 것과, 기판측에 인가하는 

바이어스 전압의 효과에 의해 제 1 도전층 및 제 2 도전층의 단부가 테이퍼 형상이 된다. 이 테이퍼부의 각도는 15∼

45°로 하면 된다.

이렇게 해서, 제 1 에칭처리에 의해 제 1 도전층과 제 2 도전층으로 이루어지는 제 1 형상의 도전층(912, 913)(제 1 

도전층(912a, 913a)과 제 2 도전층(912b, 913b))을 형성한다. 게이트절연막이 되는 절연막(907)은, 10∼20nm 정도

에칭된다. 게이트절연막(907)은 제 1 형상의 도전층(912, 913)으로 덮이지 않은 얇아진 영역을 갖는다.

다음에, 도 9d에 나타낸 바와 같이, 레지스트로 이루어지는 마스크를 제거하지 않고 제 2 에칭처리를 행하여 제 1 형

상의 도전층을 형성한다. 여기서는, 에칭용 가스로 SF 6 와 Cl 2 와 0 2 를 사용하고, 각각의 가스유량비를 24/12/24

(sccm)로 하여, 1.3Pa의 압력으로 코일형의 전극에 700W의 RF(13.56MHz) 전력을 투입하여 플라즈마를 생성하여 

에칭을 25초 행한다. 기판측(시료 스테이지)에도 10W의 RF(13.56MHz) 전력을 투입하여, 실질적으로 음의 자기바이

어스 전압을 인가한다. 제 2 에칭처리에서의 W에 대한 에칭속도는 227.3nm/min, TaN에 대한 에칭속도는 32.1nm/

min이며, TaN에 대한 W의 선택비는 7.1이고, 게이트절연막(911)인 Si0N에 대한 에칭속도는 3.37nm/min이며, Si0

N에 대한 W의 선택비는 6.83이다. 이와 같이 에칭가스용 가스로 SF 6 를 사용한 경우, 게이트절연막(911)과의 선택

비가 높기 때문에 막 감소를 억제할 수 있다. 본 실시예에 있어서의 게이트절연막(911)의 막 감소는 8nm 정도이다.

이 제 2 에칭처리에 의해 W의 테이퍼각을 70°로 할 수 있다. 이 제 2 에칭처리에 의해 제 2 도전층(914b, 915b)을 

형성한다. 이때, 제 1 도전층은, 거의 에칭되지 않아, 제 1 도전층(914a, 915a)이 된다. 이때, 제 1 도전층(914a, 915a

)은, 제 1 도전층(912a, 913a)과 거의 같은 사이즈이다. 실제로는, 제 1 도전층의 폭은, 제 2 에칭처리 전과 비교하였

을 때 약 0.3㎛ 정도, 즉 선폭 전체로 0.6㎛ 정도 후 퇴하는 경우도 있지만, 거의 사이즈에 변화가 없다.

또한, 2층 구조 대신에, 막두께 50nm의 텅스텐막, 막두께 500nm의 알루미늄과 실리콘의 합금(Al-Si)막, 막두께 30n

m의 질화티타늄막을 순차 적층한 3층 구조로 한 경우, 제 1 에칭처리에 있어서의 제 1 에칭조건으로서는, BCl 3 와 

Cl 2 와 0 2 를 원료가스로 사용하여, 각각의 가스유량비를 65/10/5(sccm)으로 하고, 기판측(시료 스테이지)에 300

W의 RF(13.56MHz)전력을 투입하고, 1.2Pa의 압력으로 코일형의 전극에 450W의 RF(13.56MHz) 전력을 투입하여 

플라즈마를 생성하여 117초의 에칭을 행한다. 제 1 에칭처리에 있어서의 제 2 에칭조건으로서는, CF 4 과 Cl 2 와 0 

2 를 사용하여, 각각의 가스유량비를 25/25/10(sccm)으로 하고, 기판측(시료 스테이지)에도 20W의 RF(13.56MHz) 

전력을 투입하고, 1Pa의 압력으로 코일형의 전극에 500W의 RF(13.56MHz) 전력을 투입하여 플라즈마를 생성하여, 

약 30초 정도의 에칭을 행하면 된다. 제 2 에칭처리로서는 BCl 3 과 Cl 2 를 사용하여, 각각의 가스유량비를 20/60(s

ccm)으로 하고, 기판측(시료 스테이지)에는 100W의 RF(13.56 MHz)전력을 투입하고, 1.2Pa의 압력으로 코일형의 

전극에 600W의 RF(13.56MHz) 전력을 투입하여 플라즈마를 생성하여 에칭을 행하면 된다.

다음에, 레지스트로 이루어지는 마스크(910)를 제거한 후, 도 10a에 나타낸 바와 같이 레지스트로 이루어지는 마스크

(918)를 형성하여 제 1 도핑처리를 행한다. 도핑처리는 이온도우프법, 또는 이온주입법으로 행하면 된다. 이때, 마스

크(918)는 p채널형 TFT을 형성하는 반도체막 및 그 주연의 영역을 보호하는 마 스크이다.

제 1 도핑처리에 있어서의 이온도우프법의 조건은 도우즈량을 1.5×10 15 atoms/cm 2 로 하고, 가속전압을 60∼10

0keV로 하여 인(P)을 도핑한다. 이때, n형 도전성을 부여하는 불순물 원소로서, 전형적으로는 인(P) 또는 비소(As)를

사용할 수 있다. 여기서는, 제 2 도전층(914b, 915b)을 마스크로 하여 각 반도체층에 불순물영역이 자기 정합적으로 

형성된다. 물론, 마스크(918)로 덮인 영역에는 도핑되지 않는다. 이렇게 해서, 제 1 불순물영역(919)과, 제 2 불순물

영역(920)이 형성된다. 제 1 불순물영역(919)에는 1×10 20 ∼1×10 21 atoms/cm 3 의 농도범위로 n형을 부여하는

불순물원소가 첨가되어 있다. 여기서는, 제 1 불순물영역과 같은 농도범위의 영역을 n+ 영역이라고도 부른다.

또한, 제 2 불순물영역(920)은 제 1 도전층(915a)에 의해 제 1 불순물영역(919)보다도 저농도로 형성되며, 1×10 18

∼1×10 19 atoms/cm 3 의 농도범위로 n형을 부여하는 불순물원소가 첨가되게 된다. 이때, 제 2 불순물영역(920)는

, 테이퍼 형상인 제 1 도전층(915a)의 부분을 통과시켜 도핑을 행하기 때문에, 테이퍼부의 단부를 향해 불순물 농도가

증가하는 농도구배를 갖고 있다. 여기서는, 제 2 불순물영역(920)과 같은 농도범위의 영역을 n-영역이라고도 부른다.

이어서, 레지스트로 이루어지는 마스크(918)를 제거한 후, 레지스트로 이루어지는 마스크(921)를 새롭게 형성하여 
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도 10b에 나타낸 바와 같이 제 2 도핑처리를 행한다. 상기 도핑 처리는 이온도우프법 또는 이온주입법으로 행하면 된

다. 이 때, 마스크(921)은 n 채널형 TFT를 형성하는 반도체막 및 그 주연의 영역을 보호하는 마스크이다.

제 2 도핑처리에 있어서의 이온도우프법의 조건은 도우즈량을 1×10 15 ~2×10 15 atoms/cm 2 로 하고, 가속전압

을 50∼100 keV로 하여 붕소(B)을 도핑한다. 여기서는, 제 2 도전층(914b, 915b)을 마스크로 하여 각 반도체층에 

불순물영역이 자기 정합적으로 형성된다. 물론, 마스크(921)로 덮인 영역에는 도핑되지 않는다. 상기 제 2 도핑처리

에 의해, p채널형 TFT을 형성하는 반도체층에 p형의 도전성을 부여하는 불순물원소가 첨가된 제 3 불순물영역(922)

및 제 4 불순물영역(923)을 형성한다.

또한, 제 3 불순물영역(922)에는 1×10 20 ∼1×10 21 atoms/cm 3 의 농도범위로 p형을 부여하는 불순물원소가 첨

가되도록 한다. 또한, 제 3 불순물영역(922)에는 1×10 20 ∼1×10 21 /cm 3 의 농도범위로 p형을 부여하는 불순물

원소가 첨가되도록 한다. 한편, 제 3 불순물영역(922)에는 앞선 공정에서 인(P)이 첨가된 영역(n-영역)이지만, p형을

부여하는 불순물원소의 농도가 그것의 1.5∼3배 첨가되어 있어 도전형은 p형으로 되어 있다. 여기서는, 제 3 불순물

영역(922)과 같은 농도범위의 영역을 p+ 영역이라고도 부른다.

또한, 제 4 불순물영역(923)은 제 1 도전층(914a)의 테이퍼부와 겹치는 영역에 형성되는 것으로, 1×10 18 ∼1×10 
20 atoms/cm 3 의 농도범위로 p형을 부여하는 불순 물원소가 첨가되도록 한다. 이때, 제 4 불순물영역(923)는, 테이

퍼 형상인 제 1 도전층(914a)의 부분을 통과시켜 도핑을 행하기 때문에, 테이퍼부의 단부를 향해 불순물 농도가 증가

하는 농도구배를 갖고 있다. 여기서는, 제 4 불순물영역(923)과 같은 농도범위의 영역을 p- 영역이라고도 부른다.

이상의 공정에 의해, 각각의 반도체층에 n형 또는 p형의 도전형을 갖는 불순물영역이 형성된다. 제 2 형상의 도전층(

914, 915)은 TFT의 게이트전극이 된다.

다음에, 각각의 반도체층에 첨가된 불순물원소를 활성화처리하는 공정을 행한다. 이 활성화공정은, 램프광원을 사용

한 래피드서멀어닐링법(RTA법), 혹은 YAG 레이저 또는 엑시머레이저를 이면으로부터 조사하는 방법, 혹은 로를 사

용한 열처리, 혹은 이들 방법 중에서, 어느 하나와 조합시킨 방법에 의해 행한다.

다음에, 제 1 절연막(924)을 형성한다. 이때, 본 실시예에서는, 플라즈마 CVD법에 의해 형성된 막두께 50nm의 질화

산화실리콘막을 사용한다. 물론, 이 절연막은 질화산화실리콘막에 한정되는 것은 아니며, 질화실리콘, 산화실리콘 등

의 절연막을 단층하거나 적층하는 구조로 하여도 된다.

다음에, 제 1 절연막(924) 상에 제 2 절연막(925)을 형성한다. 여기서 형성되는 제 2 절연막(925)으로는, 질화실리콘,

질화산화실리콘, 산화실리콘 등의 절연막을 사용할 수 있다. 본 실시예에서는, 플라즈마 CVD법에 의해 형성된 막두

께 50nm의 질화실리콘막을 사용하는 것으로 한다.

다음에, 질화실리콘막으로 이루어지는 제 2 절연막(925)을 형성한 후, 열처리(300∼550℃에서 1∼12시간의 열처리)

를 행하고, 반도체층을 수소화하는 공정을 행한다(도 10c). 이 공정은 제 2 절연막(925)에 포함되는 수소에 의해, 반

도체층의 댕그링 본드를 종단하는 공정이다. 수소화의 다른 수단으로서, 수소분위기하에서 350℃ 정도의 열처리나, 

플라즈마 수소화(플라즈마에 의해 여기된 수소를 사용함)를 행할 수도 있다.

다음에, 제 2 절연막(925) 상에 유기절연물 재료로 이루어지는 제 3 절연막(926)을 형성한다. 여기서는, 막두께 1.6

㎛의 아크릴수지막을 형성한다. 다음에, 각 불순물영역에 이르는 콘택홀(927)을 형성한다.

이때, 본 실시예에서 사용하는 아크릴수지는 감광성아크릴이기 때문에, 아크릴수지를 노광하여 현상하는 것에 의해 

원하는 위치에 개공할 수 있다. 또한, 제 1 절연막(924) 및 제 2 절연막(925)의 일부의 에칭에는, 드라이에칭법을 사

용하고, 제 1 절연막(924)을 에칭스톱퍼로 하여 제 2 절연막(925)을 부분적으로 에칭하고 나서, 제 1 절연막(924)을 

부분적으로 에칭한다. 이에 따라 콘택홀(927)을 얻는다.

이때, 본 실시예에서는, 유기수지막으로 제 3 절연막(926)을 형성한 후에 콘택홀을 형성하는 경우에 관해서 설명하였

지만, 제 3 절연막(926)을 형성하기 전에 제 2 절연막(925) 및 제 1 절연막(924)을 드라이에칭하는 것도 가능하다. 

이때, 에칭 처리후, 제 3 절연막(926)을 형성하기 전에 기판을 300∼550℃에서 1∼12시간 열처리하는 것이 바람직

하다.

그리고, 도 10d에 나타낸 바와 같이 Al, Ti, Mo, W 등을 사용하여 배선(928)을 형성하는 것에 의해, n채널형 TFT(10

01), p채널형 TFT(1002)을 동일기판 상에 형성할 수 있다.

<실시예 6>
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본 실시예에서는, 본 발명에 의해 제작되는 반도체장치 중에서, 패널의 화소부에 발광소자를 갖는 발광장치의 경우에

관해서, 도 11a 내지 도 11c를 참조하여 설명한다. 이때, 도 11a는, 발광소자의 단면 구조에 관해서 나타내는 것이고,

도 11b 및 도 11c는, 발광소자의 소자구조에 관해서 나타낸 것이다. 또한, 여기서 나타낸 발광소자는, 전류제어용 TF

T과 전기적으로 접속된 제 1 전극과, 제 1 전극과 전계발광층의 사이에 끼워 형성된 제 2 전극을 포함한다.

도 11a에 있어서, 접착층(1110)과 산화물층(1109)이 기판(1101) 상에 형성되고, 그 위에 박막 트랜지스터(TFT)가 

형성된다. 이때, 여기서는, 발광소자(1115)의 제 1 전극(1111)과 전기적으로 접속되고, 발광소자(1115)에 공급되는 

전류를 제어하는 기능을 갖는 전류제어용 TFT(1122)와, 전류제어용 TFT(1122)의 게이트전극에 인가되는 비디오신

호를 제어하기 위한 스위칭용 TFT(1121)를 나타낸다.

기판(1101)으로서는, 차광성을 갖는 실리콘 기판을 사용하지만, 유리기판, 석영기판, 수지기판, 가요성의 기판재료(

플라스틱)를 사용하여도 된다. 또한, 각 TFT의 활성층은, 적어도 채널형성영역(1102), 소스영역(1103), 드레인영역(

1104)을 구비하고 있다.

또한, 각 TFT의 활성층은, 게이트절연막(1105)으로 덮이고, 게이트절연막(1105)을 통해 채널형성영역(1102)과 겹

치는 게이트전극(1106)이 형성되어 있다. 또한, 게이트전극(1106)을 덮어 층간절연막(1108)이 설치되어 있다. 또 한,

층간절연막(1108)을 형성하는 재료로서는, 산화규소, 질화규소 및 질화산화규소 등의 규소를 포함하는 절연막뿐만 

아니라, 폴리이미드, 폴리아미드, 아크릴(감광성 아크릴을 포함), BCB(벤조시클로부텐)이라는 유기수지막을 사용할 

수 있다.

다음에, 층간절연막(1108)의 개구부에 전류제어용 TFT(1122)의 소스영역(1103)과 전기적으로 접속된 배선(1107)

이 형성되고, 드레인영역(1104)과 전기적으로 접속된 제 1 전극(1111)이 설치된다. 이때, 제 1 전극(1111)이 양극인 

경우에는, 전류제어용 TFT(1122)를 p채널 형태로 형성하고, 음극인 경우에는 전류제어용 TFT(1122)를 n채널형으

로 형성하는 것이 바람직하다.

상기 설명된 공정들은 다른 실시예에 따라 실행할 수 있으며, 본 실시예에서는 그에 대한 설명을 생략하도록 한다. 이

때, 층간절연막(1108)을 형성하는 것에 의해, 박리 및 전사 공정에서 형성되는 개구부는 매립된다. 배선(1107)은 그 

일부를 노출시켜 이면으로부터 에칭하고, 그 다음 배선(1107)상에 제 1 전극(1111)을 형성한다. 또한, 제 1 전극(111

1)의 단부, 및 배선(1107) 등을 덮어 절연층(1112)이 형성된다. 다음에, 제 1 전극(1111) 상에 전계발광층(1113)이 

형성되고, 그 위에, 제 2 전극(1114)을 형성하는 것에 의해 발광소자(1115)를 완성시킬 수 있다.

이때, 본 실시예에 있어서, 제 1 전극(1111) 및 제 2 전극(1114)의 재료를 임의로 선택할 수 있지만, 양극으로서 기능

시키는 전극을 형성하는 경우에는, 일반적으로 일함수가 큰 도전성재료(예를 들면, 일함수가 4.0eV 이상)를 사용하는

것이 바람직하고, 음극으로서 기능시키는 전극을 형성하는 경우에는, 일반적으로 일함수가 작은 도전성재료(예를 들

면, 일함수가 3.5eV 이하)를 사용하는 것이 바람직하 다. 또한, 전계발광층에서 생긴 빛을 투과시키는 전극을 형성하

는 경우에는, 투광성의 재료를 사용하여 전극을 형성해야 한다. 이 경우에 있어서, 어느 한쪽의 전극만을 투광성의 재

료로 형성하고, 다른쪽을 차광성의 재료로 형성하여도 되지만, 양쪽의 전극재료를 투광성의 재료로 형성하는 것에 의

해, 양 전극으로부터 빛을 출사시킬 수 있는 발광소자를 형성할 수 있다.

또한, 도 11a에 나타낸 발광소자에 있어서, 양극이 되는 전극으로부터 전계발광층(1113)에 정공이 주입되고, 음극이 

되는 전극으로부터 전계발광층(1113)에 전자가 주입된다. 그리고, 전계발광층(1113)에 있어서, 정공과 전자가 재결

합하는 것에 의해 발광이 얻어진다.

또한, 전계발광층(1113)은, 적어도 발광층을 포함하며, 정공주입층, 정공수송층, 블로킹층, 전자수송층, 및 전자주입

층과 같은, 캐리어에 대한 기능이 다른 층중 어느 하나, 또는 복수를 조합하여 적층하는 것에 의해 형성된다.

또한, 전계발광층(1113)을 형성하는 재료로서는, 저분자계, 고분자계, 또는 중분자계의 공지의 유기 화합물을 사용할

수 있다. 이때, 여기서 말하는 중분자계의 유기 화합물이란, 승화성을 갖지 않고, 분자수가 20 이하, 또는 연쇄되는 분

자의 길이가 10㎛ 이하인 재료의 것을 말한다.

이때, 전계발광층(1113)을 형성하는 재료로서, 구체적으로는 이하에 나타낸 것과 같은 재료를 사용할 수 있다.

정공주입층을 형성하는 정공주입 재료로서는, 유기 화합물이면 포르피린계의 화합물이 유효하며, 프탈로시아닌(이하,

H 2 -Pc로 나타냄), 구리 프탈로시아닌(이하, Cu-Pc로 나타냄) 등이 있다. 도전성 고분자 화합물에 화학도핑을 시행

한 재료도 있으며, 폴리스티렌술폰산(이하, PSS로 나타냄)을 도우프한 폴리에틸렌디옥시티오펜(이하, PED0T로 나

타냄)와, 폴리아닐린, 폴리비닐카바졸(이하, PVK로 나타냄) 등을 들 수 있다.

정공수송층을 형성하는 정공수송 재료로서는, 방향족 아민계(즉, 벤젠 고리-질소의 결합을 갖는 것)의 화합물이 바람
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직하다. 널리 사용하고 있는 재료로서, 예를 들면, 앞서 서술한 TPD 이외에, 그것의 유도체인 4,4'-비스[N-(1-나프

틸)-N-페닐-아미노]-비페닐(이하, “α-NPD”라 함)이나, 4,4',4'-트리스(N,N-디페닐-아미노)-트리페닐아민(이하, 

“TDATA”라 함, 4,4',4'-트리스[N-(3-메틸페닐)-N-페닐-아미노]-트리페닐아민(이하, “MTDATA”라 함) 등의 스

타버스트형 방향족 아민화합물을 들 수 있다.

발광층을 형성하는 발광재료로서는, 구체적으로는, 트리스(8-퀴놀리노레이토)알루미늄(이하, Alq 3 로 나타냄), 트리

스(4-메틸-8-퀴놀리노레이토)알루미늄(이하, Almq 3 로 나타냄), 비스(10-히드록시벤조[h]-퀴놀리노레이토)베릴

륨(이하, BeBq 2 로 나타냄), 비스(2-메틸-8-퀴놀리노레이토)-(4-히드록시비페닐)-알루미늄(이하, BAlq로 나타냄

), 비스[2-(2-히드록시페닐)-벤조옥사졸레이토]아연(이하, Zn(B0X) 2 로 나타냄), 비스[2-(2-히드록시페닐)-벤조

티아졸레이토]아연(이하, Zn(BTZ) 2 로 나타냄) 등의 금속 착체 이외에, 각종 형광색소가 유효하다. 또한, 3중항 발

광재료도 가능하며, 그 주된 예는 백금 내지는 이리듐을 중심금속으로 하는 착체를 포함한 다. 3중항 발광재료로서는,

트리스(2-페닐피리딘)이리듐(이하, Ir(ppy) 3 로 나타냄), 2,3,7,8,12,13,17,18-옥타에틸-21H,23H-포르피린-백금(

이하, Pt0EP로 나타냄) 등이 알려져 있다.

전자수송층을 형성하는 전자수송 재료로서는, 금속 착체가 자주 사용되며, 앞서 서술한 Alq 3 , Almq 3 , BeBq 2 등

의 퀴놀린 골격 또는 벤조퀴놀린 골격을 갖는 금속 착체나, 혼합 배위자 착체인 BAlq 등이 바람직하다. 또한, Zn(B0X

) 2 , Zn(BTZ) 2 등의 옥사졸계, 티아졸계 배위자를 갖는 금속착체도 있다. 더구나, 금속 착체 이외에도, 2-(4-비페

닐)-5-(4-tert-부틸페닐)-1,3,4-옥사디아졸(이하, PBD로 나타냄), 1,3-비스[5-(p-tert-부틸페닐)-1,3,4-옥사디

아졸-2-일]벤젠(이하, 0XD-7으로 나타냄) 등의 옥사디아졸 유도체, 3-(4-tert-부틸페닐)-4-페닐-5-(4-비페닐)-

1,2,4-트리아졸(이하, TAZ로 나타냄), 3-(4-tert-부틸페닐)-4-(4-에틸페닐)-5-(4-비페닐)-1,2,4-트리아졸(이하,

p-EtTAZ로 나타냄) 등의 트리아졸 유도체, 바소페날트로린(이하, BPhen으로 나타냄), 바소큐프로인(이하, BCP으로

나타냄) 등의 펜아트롤린 유도체가 전자수송성을 갖는다.

그 이외에, 블로킹층을 포함시키는 경우에는, 블로킹층을 형성하는 정공 저지 재료로서, 위에서 서술한 BAlq, 0XD-7

, TAZ, p-EtTAZ, BPhen, BCP 등이, 여기 에너지 레벨이 높기 때문에 유효하다.

도 11b에는, 제 1 전극(1131)이 투광성인 재료로 형성된 양극이며, 제 2 전극(1133)이 차광성의 재료로 형성된 음극

인 경우의 구성에 관해서 나타낸다. 이 경 우에는, 제 1 전극(1131)은, 산화인듐주석(IT0)막, 산화인듐에 2∼20[%]의

산화아연(Zn0)을 혼합한 투명도전막, IZ0, 및 In 2 0 3 -Zn0라는 투명도전막을 사용하여 형성할 수 있으며, 제 2 전

극(1114)은, Al, Ti, W 등을 사용하여 형성할 수 있다. 여기서는, 제 1 전극(1131)에 IT0을 사용하고, 제 2 전극(113

3)에는, Al을 사용한 경우에 관해서 나타낸다. 그리고, 전계발광층(1132)에서 생긴 빛은, 제 1 전극(1131)측으로부터

출사된다. 이때, 이 구성에 있어서, 전계발광층(1132)을 형성하는 재료는, 앞서 나타낸 재료를 적절히 선택하여 사용

할 수 있다.

또한, 본 발명은 상기 구성에 한정되지 않고, 제 1 전극(1131)을 차광성의 양극으로 형성하고, 제 2 전극(1133)을 투

광성의 음극이 되도록 형성할 수도 있다. 이 경우에는, 제 2 전극(1133)측으로부터 빛이 출사된다.

도 11c에는, 제 1 전극(1141) 및 제 2 전극(1143)의 양쪽이, 투광성의 재료로 형성되어 있고, 제 1 전극이 양극으로, 

제 2 전극(1143)이 음극인 경우의 구성에 관해서 나타낸다. 이 경우에는, 제 1 전극(1141)은, 도 11b에 나타낸 경우

와 같이 산화인듐주석(IT0)막, 산화인듐에 2∼20[%]의 산화아연(Zn0)을 혼합한 투명도전막, IZ0, 및 In 2 0 3 -Zn0

라는 투명도전막을 사용하여 형성할 수 있으며, 제 2 전극(1143)은, 일함수가 작은 재료인 Mg:Ag(마그네슘과 은의 

합금)과, IT0을 적층하는 것에 의해 형성할 수 있다. 이 경우에는, 전계발광층(1142)에서 생긴 빛은, 제 1 전극(1141)

및 제 2 전극(1143)의 양쪽측에서 출사된다. 이때, 이 구성에 있어서도, 전계발광층(1142)을 형성하는 재료는, 앞서 

나타낸 재료를 적절히 선택하 여 사용할 수 있다.

<실시예 7>

본 실시예에서는, 본 발명에 의해 제작되는 반도체장치 중에서, 패널의 화소부에 액정소자를 갖는 액정장치의 경우에

관해서, 도 12를 참조하여 설명한다.

도 12에 나타낸 바와 같이, 기판(1201) 상에는 접착층(1215)과 산화물층(1214)이 형성되고, 그 위에 TFT(1202)가 

형성되어 있다. TFT(1202)는, 층간절연막(1203)의 개구부에 형성된 배선(1204)에 의해, 화소전극이 되는 제 1 전극

(1205)과 전기적으로 접속되어 있다. 또한, 제 1 전극(1205) 상에는 배향막(1206)이 형성되어 있고, 러빙처리가 행해

져 있다. 또한, 기판 간격을 유지하기 위한 유기수지로 이루어지는 기둥 형태의 스페이서(1207)가 설치되어 있다. 이

때, 스페이서(1207) 및 배향막(1206)의 형성순서는 반대라도 된다.

한편, 대향기판(1213)은, 기판 상에 착색층(1208), 평탄화막(1209), 투명성 도전막으로 이루어지는 대향전극(1210) 

및 배향막(1211)을 갖고 있다. 이때, 착색층(1208)으로서, 적색의 착색층, 청색의 착색층, 및 녹색의 착색층이 각각 
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형성되어 있어도 된다.

소자가 형성된 기판(1201)과 대향기판(1207)은, 실링제(도시하지 않음)로 부착되어 있다. 이때, 실링제로는 필러가 

혼입되어 있고, 이 필러와 스페이서에 의해서 균일한 간격(바람직하게는 2.0∼3.0㎛)을 유지하면서 2장의 기판이 부

착되어 있다. 또한, 양 기판의 사이에는 액정(1212)이 주입되어 있고, 밀봉제에 의해서 완전 히 밀봉되어 있다. 이때, 

액정(1212)으로 공지의 액정재료를 사용할 수 있다.

또한, 도 12에 나타낸 구조로 한 경우, 빛은, 대향기판(1213)측에서 입사하여, 액정(1212)에서 변조되고, 소자가 형

성된 기판(1201)측으로부터 출사한다.

본 발명에서는, 제 1 전극에 반사성을 갖는 금속막(구체적으로는, 알루미늄(합금)막 등)을 사용할 수도 있다. 이 경우

에는, 빛이 대향기판(1213)측에서 입사하고, 액정(1212)에서 변조된 후, 다시 대향기판(1213)측으로부터 출사한다. 

이때, 이러한 구조로 한 경우에는, 빛이 제 1 전극을 투과하지 않기 때문에, 메모리소자나 저항소자 등을 설치할 수 있

다.

<실시예 8>

본 실시예에서는, 본 발명에 의해 제작된 반도체소자를 그것의 일부에 짜넣은 것에 의해 완성되는 여러가지 전자기기

에 관해서 설명한다.

이들 전자기기로서는, 비디오카메라, 디지털카메라, 헤드마운트디스플레이(고글형 디스플레이), 카 네비게이션 시스

템, 프로젝터, 카스테레오, 퍼스널컴퓨터, 휴대정보단말(모바일컴퓨터, 휴대전화, 휴대형게임기 또는 전자서적 등의 

기록매체를 재생하여, 그 화상을 표시할 수 있는 반도체장치를 구비한 장치) 등을 들 수 있다. 이들 전자기기의 구체

예를 도 13a 내지 도 13g에 나타낸다.

도 13a는, 케이스(2001), 지지대(2002), 표시부(2003), 스피커부(2004), 비디오 입력단자(2005) 등을 포함하는 표시

장치를 나타낸다. 이때, 표시부(2003)는, 실시예 6에서 설명한 발광소자나 실시예 7에서 설명한 액정소자를 가지고 

있다. 또 한, 표시장치는, 퍼스널컴퓨터용, TV 방송 수신용, 광고표시용 등의 모든 정보표시용 장치가 포함된다.

도 13b는 노트북형 퍼스널컴퓨터로서, 본체(2201), 케이스(2202), 표시부(2203), 키보드(2204), 외부접속포트(2205

), 포인팅 마우스(2206) 등을 포함한다. 이때, 표시부(2203)는, 실시예 6에서 설명한 발광소자나 실시예 7에서 설명

한 액정소자를 갖고 있다.

도 13c는 모바일컴퓨터로서, 본체(2301), 표시부(2302), 스위치(2303), 조작키(2304), 적외선 포트(2305) 등을 포함

한다. 이때, 표시부(2302)는, 실시예 6에서 설명한 발광소자나 실시예 7에서 설명한 액정소자를 가지고 있다.

도 13d는 프로그램을 기록한 기록매체(이하, 기록매체라고 함)를 사용하는 플레이어로서, 본체(2401), 케이스(2402)

, 표시부 A(2403), 표시부 B(2404), 기록매체(2405), 조작스위치(2406), 스피커부(2407) 등을 포함한다. 표시부 A(2

403)과 표시부 B(2404)는 각각 실시예 6에서 설명한 발광소자나 실시예 7에서 설명한 액정소자를 포함한다. 이때, 

이 플레이어는 기록매체로서 DVD(Digital Versatile Disc), CD 등을 사용하여, 음악감상이나 영화감상이나 게임이나

인터넷을 행할 수 있다.

도 13e는 휴대서적(전자서적)으로, 본체(2501), 표시부(2502), 기록매체(2503), 조작스위치(2504), 안테나(2505) 

등을 포함한다. 이때, 표시부(2502)는, 실시예 6에서 설명한 발광소자나 실시예 7에서 설명한 액정소자를 가지고 있

다.

도 13f는 비디오카메라로서, 본체(2601), 표시부(2602), 케이스(2603), 외부접속포트(2604), 리모콘 수신부(2605), 

수상부(2606), 배터리(2607), 음성입력부(2608), 조작키(2609), 접안부(2610) 등을 포함한다. 이때, 표시부(2602)는

, 실시예 6에서 설명한 발광소자나 실시예 7에서 설명한 액정소자를 가지고 있다.

여기서, 도 13g는 휴대전화로서, 본체(2701), 케이스(2702), 표시부(2703), 음성입력부(2704), 음성출력부(2705), 

조작키(2706), 외부접속포트(2707), 안테나(2708) 등을 포함한다. 이때, 표시부(2703)는, 실시예 6에서 설명한 발광

소자나 실시예 7에서 설명한 액정소자를 가지고 있다.

이상과 같이, 본 발명에 의해 제작된 반도체소자의 적용범위는 매우 넓어, 모든 분야의 응용제품에 적용하는 것이 가

능하다.

<실시예 9>
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본 실시예에서는, 본 발명의 전사공정을 포함하는 제작방법에 대해서 도 15a 내지 도 15e, 및 도 16a 내지 도 16d를 

참조하여 설명한다.

도 15a에 있어서, 제 1 기판(3201)상에 금속층(3202)이 적층되고, 그 위에 복수의 접착체(3203)가 형성된다.

또, 본 실시예에 있어서, 제 1 기판(3201)으로서는, 유리기판, 석영기판을 사용할 수 있다. 또, 유리기판으로서는, 바

륨보로실리케이트산유리, 알루미노실리케이산유리, 알루미노실리케이트유리 등을 소재로 하는 유리기판을 사용할 수

있으 며, 대표적으로는, 코닝사제의 1737유리기판(변형점667??), 아사히가라스사제의 AN100(변형점670??) 등이 

적용 가능하다. 본 실시예에서는, AN100을 사용하기로 한다.

또한, 금속층(3202)에는, 텅스텐(W), 몰리브덴(Mo), 테크네튬(Tc), 레늄(Re), 루테늄(Ru), 오스뮴(Os), 로듐(Rh), 이

리듐(Ir), 팔라듐(Pd), 백금(Pt), 은(Ag) 또는 금(Au)에서 선택된 원소, 상기 원소를 주성분으로 하는 합금 또는 질화물

(예를 들면, 질화티탄, 질화텅스텐, 질화탄탈, 질화몰리브덴)을 단층 또는 적층하여 사용할 수 있지만, 본 실시예에서

는, W(텅스텐)를 주성분으로 하는 금속층(3202)을 사용하기로 한다. 또, 금속층(3202)의 막두께는 10nm~200nm, 

바람직하게는 50nm~75nm로 하면 좋다.

금속층(3202)는, 스패터링법, CVD법, 증착법에 의해 형성할 수 있지만, 본 실시예에서는, 스패터링법에 의해 막형성

하는 것으로 한다. 또한, 스패터링법에 의해 금속층(3202)을 형성하는 경우에는, 제 1 기판(3201)을 고정하기 위해서

, 제1의 기판(3201)의 주연부 부근에서의 막두께가 불균일하기 쉽다. 그 때문에, 드라이에칭에 의해서 주연부만 제거

하는 것이 바람직하다.

금속층(3202) 위에 형성되는 접착체(3203)는, 비정질실리콘막을 막형성한 후, 이것을 패터닝함으로써 형성된다.

다음으로, 산화물층(3204)을 형성한다(도15b). 본 실시예에서는 산화실리콘으로 이루어지는 막을 산화실리콘타깃을

사용한 스퍼터링법에 의해, 막두께 150nm~200nm으로 형성한다. 또, 산화물층(3204)의 막두께는, 금속층(3202)의 

막두 께의 2배 이상으로 하는 것이 바람직하다.

다음으로, 산화물층(3204)상에 소자형성층(3301)이 형성된다(도 15c). 소자형성층(3301)에는, 집적회로를 구성하는

TFT(p채널형 TFT 또는 n채널형 TFT)가 복수 형성되고, 이들 TFT를 접속하는 배선(3211), 절연막(3210, 3212) 

등이 포함되는 것으로 한다. 또, 이러한 소자형성층의 제작방법은, 본 발명에 있어서 특별히 한정되는 것이 아니다. 실

시예 13에서 나타내는 바와 같은 제작방법 외에, 공지된 제작방법을 조합하여 사용할 수 있다. 또, TFT는, 산화물층(

3204)상의 반도체막의 일부에 형성된 불순물영역(3205) 및 채널형성영역(3206), 게이트절연막(3207) 및 게이트전

극(3208)에 의해 구성된다.

본 실시예에서는, 소자형성층(3301)을 형성할 때에, 적어도 수소를 포함하는 재료막(반도체막 또는 금속막)을 형성한

후, 수소를 포함하는 재료막 중에 포함되는 수소를 확산하기 위한 열처리를 행한다. 이 열처리는 420?? 이상이면 좋

고, 소자형성층(3301)의 형성프로세스와는 별도로 행해도 좋고, 겸용시켜 공정을 생략해도 좋다. 예를 들면, 수소를 

포함하는 재료막으로서 수소를 포함하는 비결정질 실리콘막을 CVD법에 의해 막형성한 후, 결정화시키기 때문에 50

0?? 이상의 열처리를 행하면, 가열에 의해 폴리실리콘막을 형성할 수 있으면서 동시에 수소의 확산을 행할 수 있다.

또, 이 열처리를 행함으로써, 금속층(3202)과 산화물층(3204)과의 사이에 결정구조를 가지는 금속산화물로 이루어지

는 층(도시하지 않음)이 형성된다. 또, 금속층(3202)상에 접착체(3203)를 형성하고, 그 위에 산화물층(3204)을 적층 

형성할 때에, 금속층(3202)과 산화물층(3204)과의 사이에 2nm~5nm정도 형성되는 비결정질상태의 금속산화물층(

산화텅스텐막)도, 이 열처리에 의해 결정구조를 형성하여 금속산화물로 이루어지는 층(도시하지 않음)을 형성한다.

또, 이 금속산화물로 이루어지는 층(도시하지 않음)이 금속층(3202)과 산화물층(3204)과의 계면에 형성되는 것에 의

해, 나중 공정에서 기판과 소자형성층과의 박리가 용이하게 된다. 또, 본 실시예에서는, 소자형성층(3301)을 형성하는

도중의 열처리에 있어서, 금속산화물로 이루어지는 층이 형성되는 경우에 대해서 설명하였지만, 본 발명은 이 방법에

한정되지 않고, 금속층(3202) 및 접착체(3203)를 형성한 후, 금속산화물층(3202)을 형성하여 산화물층(3204)을 형

성하는 방법으로 행할 수도 있다.

한편, 소자형성층(3301)을 형성하는 도중의 열처리에 의해, 접착체(3203)와 금속층(3202)과의 밀착성을 높일 수 있

다. 즉, 본 실시예에 있어서, 비정질실리콘막으로 형성된 접착체(3203)는, 열처리를 가함으로써, 먼저 형성된 금속층(

3202) 중의 텅스텐(W)과 반응하여, 실리사이드(텅스텐실리사이드: WSi 2 )를 형성한다. 그 때문에, 접착체(3203)와 

금속층(3202)과의 밀착성이 높아진다. 또, 본 발명에서는, 소자형성층(3301)을 형성하는 도중의 열처리에 의해, 금속

층 중의 금속과 접착체를 반응시키는 방법에 한정되지 않고, 금속층과 접착체를 형성한 후, 금속층 중의 금속과 접착

체를 반응시키기 위한 열처리를 소자형성층(3301)의 제작과는 별도로 행할 수도 있다.
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소자형성층(3301)이 완성되면, 접착체(3203)를 제거한다. 구체적으로는, 드 라이에칭법에 의해 절연막(3210, 3212)

의 일부와 접착체(3203)를 에칭하여, 개구부(3213)를 형성한다(도 15d).

예를 들면, 절연막(3207, 3209, 3210, 3212) 및 산화물층(3204)을 에칭하는 경우에 있어서, 이들이 산화규소로 형

성되어 있는 경우에는, 탄화불소(CF 4 )를 주성분으로 하는 에칭가스를 사용하여 드라이에칭을 행한다. 또한 접착체(

3203)를 에칭하는 경우에 있어서, 접착체(3203)가 규소로 형성되어 있고, 금속층(예를 들면 W)과의 반응에도 불구하

고 그 일부에 규소를 주성분으로 하는 부분이 남아 있는 경우에는, 이것을 브롬화수소(HBr) 및 염소(Cl 2 )를 주성분

으로 하는 에칭가스를 사용하여 에칭할 수 있다. 또한, 접착체(3203)가 규소로 형성되어 있고, 금속층(W)과의 반응에

의해서 그 일부가 실리사이드(WSi)를 형성하고 있는 경우에는, 이것을 플루오르화유황(SF 6 )과 브롬화수소(HBr)를

주성분으로 하는 에칭가스를 사용하여 에칭할 수 있다.

소자형성층(3301)상에 유기수지층(3214)을 형성한다. 유기수지층(3214)에 사용하는 재료로서는, 물 또는 알코올류

에 가용인 유기재료를 사용하여, 이것을 전체면에 도포, 경화함으로써 형성한다. 이 유기재료의 조성으로서는, 예를 

들면, 에폭시계, 아크릴레이트계, 실리콘계 등의 어떠한 것이라도 좋다. 구체적으로는, 스핀코트법에 의해 수용성수지

(TOAGOSEI사제: VL-WSHL1O)를 막두께 30㎛로 도포하고, 가경화시키기 위해서 2분간의 노광을 행한 다음, UV

광을 이면에서 2.5분, 표면에서 10분, 합계 12.5분의 노광을 행하여 본경화시킴으로써 유기수지층(3214)이 형성된 

다(도 15e).

후의 박리를 행하기 쉽게하기 위하여, 금속층(3202)과 산화물층(3204)과의 계면(금속산화물을 포함하는 층)에 있어

서의 밀착성을 부분적으로 저하시키는 처리를 행한다. 밀착성을 부분적으로 저하시키는 처리는, 박리하고자 하는 영

역의 주연에 따라 금속층(3202)또는 산화물층(3204)에 레이저광을 부분적으로 조사하는 처리, 혹은, 박리하고자 하

는 영역의 주연에 따라 외부에서 국소적으로 압력을 더하여 산화물층(3204)의 층내 또는 계면의 일부분에 손상을 주

는 처리이다. 구체적으로는 다이아몬드펜 등으로 딱딱한 바늘을 수직으로 눌러 하중을 걸어 움직이면 좋다. 바람직하

게는, 스크라이바장치를 사용하고, 누름량을 O.1mm∼2mm으로 하고, 압력을 가하여 움직이면 좋다. 이와 같이, 박리

를 행하기 전에 박리현상이 생기기 쉽게 되는 부분, 즉, 계기를 만드는 것이 중요하고, 밀착성을 선택적(부분적)으로 

저하시키는 전처리를 행함으로써, 박리불량이 없어지고, 수율도 향상된다.

제 1 접착층(3215)을 형성함에 의해, 유기수지층(3214)상에 제 1 접착층(3215)을 통해 보조기판인 제 2 기판(3216)

을 부착할 수 있다(도 15e). 또, 제 1 접착층(3215)을 형성하는 재료로서는, 후의 공정에서, 소정의 처리를 행하는 것

에 의해 접착성이 약해지는 공지의 재료를 사용할 수 있지만, 본 실시예에서는, 후의 공정에서, 광조사에 의해 접착력

이 저하하는 감광성의 양면테이프를 사용하는 경우에 관해서 설명한다.

제 1 기판(3201)을 물리적수단에 의해 보조기판이 부착된 소자형성층(330l)에서 뗀다. 본 실시예의 경우에는, 금속층

(3202)와 산화물층(3204)와의 계면(금속 산화물을 포함하는 층)부분에 있어서, 비교적 작은 힘(예를 들면, 사람의 손,

노즐로부터 내뿜어지는 가스의 풍압, 초음파 등)으로 뗄 수 있다. 구체적으로는, 산화텅스텐막, 또는 산화텅스텐막과 

산화실리콘막과의 계면, 또는 산화텅스텐막과 텅스텐막과의 계면으로 분리시켜, 제 1 기판(3201)을 뗄 수 있다. 이렇

게 해서, 산화물층(3204)상에 형성된 소자형성층(3301)을 제 1 기판(3201)으로부터 분리할 수 있다. 박리때의 상태

를 도 16a에 나타낸다.

또한, 박리에 의해 노출한 표면에는, 금속산화물을 포함하는 층의 일부가 남아 있고, 이것은, 후의 공정에서, 노출면을

기판 등에 접착할 때에 밀착성을 저하시키는 원인이 되는 때문에, 노출면에 남아 있는 금속산화물을 포함하는 층의 

일부를 제거하는 처리를 행하는 것이 바람직하다. 또, 이들을 제거하기 위해서는, 암모니아수용액 등의 알칼리성의 수

용액이나 산성수용액 등을 사용할 수 있다. 그 외, 금속산화물을 포함하는 층의 일부가 박리하기 쉽게 되는 온도(430?

?)이하로, 이후의 공정을 하더라도 좋다.

제 2 접착층(3217)을 형성하여, 제 2 접착층(3217)을 통해 제3 기판(3218)과 산화물층(3204)(및 소자형성층(3301))

을 접착한다(도 16b). 또, 제 1 접착층(3215)에 의해 접착된 제 2 기판(3216)과 유기수지층(3214)과의 밀착성보다도

, 제 2 접착층(3217)에 의해 접착된 산화물층(3204)(및 소자형성층(3301))과 제 3 기판(3218)과의 밀착성 쪽이 높은

것이 중요하다.

제 3 기판(3218)으로서는, 가요성기판(플라스틱기판)을 사용하는 것이 바람직하고, 본 실시예에서는, 극성기가 붙은 

노르보넨수지로 이루어지는 ARTON(JSR제) 를 사용하는 것으로 한다.

제 2 접착층(3217)에 사용하는 재료로서는, 반응경화형접착제, 열경화형접착제, 자외선경화형접착제 등의 광경화형

접착제, 혐기형접착제 등의 각종 경화형접착제를 들 수 있다. 더욱 바람직하게는, 은, 니켈, 알루미늄, 질화알루미늄으

로 이루어지는 분말, 또는 필러를 포함시키는 것에 의해, 높은 열전도성을 갖게 하는 것이 보다 바람직하다.

제 2 기판(3216)측으로부터 자외선을 조사함에 의해, 제 1 접착층(3215)에 사용하고 있는 양면테이프의 접착력을 저
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하시켜, 소자형성층(3301)으로부터 제 2 기판(3216)을 분리시킨다 (도 16c). 본 실시예에서는, 노출한 표면을 수세함

에 의해, 제 1 접착층(3215)및 유기수지층(3214)을 용해시켜 제거할 수 있어, 도 16d에 나타내는 구조를 얻을 수 있

다.

이상에 의해, 제 1 기판(3201)상에 형성되어, 복수의 TFT에서 구성된 집적회로를 별도의 기판(제 3 기판(3218))상

에 제작할 수 있다.

<실시예 10>

본 실시예에서는, 본 발명의 전사공정을 포함하는 제작방법에 있어서, 실시예 9와는 그 일부가 다른 경우에 관해서 도

17a 내지 도 17e, 도 18a 및 도 18b를 참조하여 설명한다.

도 17a에 있어서, 제 1 기판(3401)상에 금속층(3402)이 적층되고, 그 위에 복수의 접착체(3403)가 형성된다.

또, 본 실시예에 있어서, 제1 기판(3401)로서는, 실시예 9와 같은 유리기판(AN1OO)을 사용하는 것으로 한다. 또한, 

금속층(3402)에 관해서도 실시예 9와 같이 텅스텐(W)을 주성분으로 하는 금속층(3402)을 사용하는 것으로 한다. 또,

금속층(3402)는, 스퍼터링법에 의해 막형성하고, 그 막두께는 10nm∼200nm, 바람직하게는 50nm∼75nm으로 하면

좋다.

금속층(3402) 위에 형성되는 접착체(3403)는, 비정질실리콘막을 막형성한 후, 이것을 패터닝함에 의해 형성된다.

산화물층(3404)을 형성한다(도 17b). 본 실시예에서는 산화실리콘으로 이루어지는 막을 산화실리콘타깃을 사용한 

스퍼터링법에 의해, 막두께150nm∼200nm으로 형성한다. 또, 산화물층(3404)의 막두께는, 금속층(3402) 막두께의 

2배 이상으로 하는 것이 바람직하다.

산화물층(3404)상에 소자형성층(3501)이 형성된다(도 17c). 소자형성층(3501)에는, 집적회로를 구성하는 TFT(p채

널형 TFT, 또는 n채널형 TFT)가 복수 형성되고, 이들 TFT를 접속하는 배선(3411), 절연막(3410) 등이 포함되는 것

으로 한다. 또, 이러한 소자형성층의 제작방법은, 본 발명에 있어서 특히 한정되는 것이 아니라, 실시예 13에서 나타

내는 것 같은 제작방법의 외에, 공지의 제작방법을 조합하여 사용할 수 있다. 또, TFT는, 산화물층(3404)상의 반도체

막의 일부에 형성된 불순물영역(3405)및 채널형성영역(3406), 게이트절연막(3407), 및 게이트전극(3408)에 의해 구

성된다.

본 실시예에서도 실시예 9의 경우와 같이 소자형성층(3501)을 형성할 때에, 적어도 수소를 포함하는 재료막(반도체

막 또는 금속막)을 형성한 후, 수소를 포함하는 재료막중에 포함되는 수소를 확산하기 위한 열처리를 행한다. 또, 이 

열처리를 행하는 것에 의해, 금속층(3402)과 산화물층(3404)과의 사이에 결정구조를 가지는 금속산화물로 이루어지

는 층(도시하지 않음)이 형성된다.

이 금속산화물로 이루어지는 층(도시하지 않음)이 금속층(3402)과 산화물층(3404)과의 계면에 형성되는 것에 의해, 

후의 공정에서의 기판과 소자형성층과의 박리가 용이하게 된다.

한편, 소자형성층(3501)을 형성하는 도중의 열처리에 의해, 접착체(3403)와 금속층(3402)과의 밀착성을 높일 수 있

다.

본 실시예에서는, 소자형성층(3501)에 포함되는 배선(3411)까지 형성한 후, 접착체(3403)를 제거한다. 구체적으로

는, 드라이에칭법에 의해 절연막(3410)의 일부와 접착체(3403)를 에칭하여, 개구부(3412)를 형성한다.

예를 들면, 절연막(3407, 3409,3410)및 산화물층(3404)을 에칭하는 경우에 있어서, 이들이 산화규소로 형성되어 있

는 경우에는, 탄화불소(CF 4 )를 주성분으로 하는 에칭가스를 사용하여 드라이에칭을 행한다. 또한 접착체(3403)를 

에칭하는 경우에 있어서, 접착체(3403)가 규소로 형성되어 있고, 금속층(예를 들면 W)과의 반응에도 불구하고 그 일

부에 규소를 주성분으로 하는 부분이 남아 있는 경우에는, 이것을 브롬화수소(HBr)및 염소(Cl 2 )를 주성분으로 하는

에칭가스를 사용하여 에칭할 수 있다. 접착체(3403)가 규소로 형성되어 있고, 금속층(W)과의 반응에 의해서 그 일부

가 실리사이드(WSi)를 형성하고 있는 경우에는, 이것을 플루오르화유황(SF 6 )과 브롬화수소(HBr)를 주성분으로 하

는 에칭가스를 사용하여 에칭할 수 있다.

개구부(3412)를 묻고, 소자형성층(3501)의 표면을 평탄화하기 위해서 절연막(3413)을 형성한다(도 17e). 또, 본 실

시예에서는, 플라즈마 CVD 법에 의해 형성된 막두께1∼3㎛의 질화산화실리콘막을 사용한다. 물론, 이 절연막은 질

화산화실리콘막에 한정되는 것이 아니고, 질화실리콘, 질화실리콘, 산화실리콘이라는 절연재료나, 아크릴, 폴리이미

드, 폴리아미드 등의 유기절연재료로 이루어지는 단층구조나, 이들의 적층구조로 하여도 좋다.
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또, 절연막(3413)에 의해 소자형성층(3501)의 표면을 평탄화한 후의 공정인 (1)소자형성층(3501)의 위에 유기수지

층을 형성하고, 그 위에 제 l 접착층을 통해 보조기판인 제 2 기판을 부착하는 공정; (2)소자형성층(3501)으로부터 제

1 기판(3401)을 물리적수단에 의해 보조기판(제 2 기판)이 부착되는 소자형성층(3501)으로부터 떼는 공정; (3)제 2 

접착층을 형성하여, 제 2 접착층을 통해 제 3 기판과 산화물층( 및 소자형성층)을 접착하는 공정; 및 (4)소자형성층으

로부터 제 2 기판을 분리시키는 공정, 에 관해서는 실시예 9에 나타내는 것과 같은 재료를 사용하여, 같은 방법에 의

해 형성할 수 있기 때문에 그 설명은 생략하는 것으로 한다.

이상에 의해서, 소자형성층(3501)이 제 2 접착층(3417)을 통해 제 3 기판(3418)상에 전사된, 도 18a에 나타낸 구조

를 얻을 수 있다.

또한, 본 실시예에서는, 도 17d에 있어서 개구부(3412)를 형성한 후, 절연막(3601)을 형성함에 의해, 도 18b에 나타

내는 구조를 형성하더라도 좋다.

이상에 의해서, 제 1 기판(3401)상에 형성되어, 복수의 TFT에서 구성된 집적회로를 별도의 기판(제 3 기판(3418))

상에 제작할 수 있다.

<실시예 11>

본 실시예에서는, 본 발명의 전사공정을 포함하는 제작방법에 있어서, 실시예 9나 실시예 10의 제작방법과 그 일부가

다른 경우에 관해서 도 19a 내지 도 19e, 도 20a 및 도 20b를 참조하여 설명한다.

도 19a에 있어서, 제 1 기판(3601)상에 금속층(3602)가 적층되어, 그 위에 산화물층(3603)이 형성된다.

또, 본 실시예에 있어서, 제 1 기판(3601)에서는, 실시예 9와 같은 유리기판(AN1OO)을 사용하는 것으로 한다. 또한, 

금속층(3602)에 관해서도 실시예 9와 같이 텅스텐(W)을 주성분으로 하는 금속층(3602)을 사용하는 것으로 한다. 또,

금속층(3402)은, 스퍼터링법에 의해 막형성하고, 그 막두께는 10nm∼200nm, 바람직하게는 50nm∼75nm으로 하면

좋다.

금속층(3602) 위에 형성되는 산화물층(3603)은, 산화실리콘으로 이루어지는 막을 산화실리콘타깃을 사용한 스퍼터

링법에 의해, 막두께 150nm∼200nm으로 형성한다. 또, 산화물층(3604)의 막두께는, 금속층(3602)의 막두께의 2배 

이상으로 하는 것이 바람직하다. 또한, 본 실시예에 있어서, 산화물층(3603)은 패터닝에 의해 복수의 섬 형상으로 분

리 형성된다.

산화물층(3603)을 덮어, 반도체막(3604)을 형성한다. 본 실시예에서는, 비정질실리콘막을 플라즈마 CVD 법에 의해 

막형성함에 의해 형성한다(도 19a). 그리고, 이 반도체막(3604)을 패터닝함에 의해, 산화물층(3603)상에 형성되는 

반도체a(3605), 분리형성된 2개의 산화물층(3603)의 사이에 형성된 반도체b(3606)를 얻을 수 있다. 또, 여기서 형성

되는 반도체a(3605)는, 후에 형성되는 TFT의 불순물영역 및 채널형성영역이 되고, 반도체 b(3606)가, 본 발명에 있

어서의 접착체가 된다.

즉, 본 발명에서는, TFT의 일부를 형성하는 반도체a(3605)와, 접착체를 형성하는 반도체b(3606)가 동시에 형성되는

점에 특징이 있다.

반도체a(3605)를 일부에 포함하는 소자형성층(3701)이 형성된다(도19c). 소자형성층(3701)에는, 집적회로를 구성

하는 TFT(p채널형 TFT, 또는 n채널형 TFT)이 복수형성되어, 이들 TFT를 접속하는 배선(36l3), 절연막(3612) 등이

포함되는 것으로 한다. 또, TFT를 포함하는 소자형성층의 제작방법은, 본 발명에 있어서 특히 한정되는 것이 아니라,

실시예 13으로 나타내는 것 같은 제작방법 외에, 공지의 제작방법을 조합하여 사용할 수 있다. 또, TFT는, 산화물층(

3603)상의 반도체a(3605)의 일부에 형성된 불순물영역(3607)및 채널형성영역(3608), 게이트절연막(3609), 및 게이

트전극(3610)에 의해 구성된다.

본 실시예에서도 실시예 9의 경우와 같이 소자형성층(3701)을 형성할 때에, 적어도 수소를 포함하는 재료막(반도체

막 또는 금속막)을 형성한 후, 수소를 포함하는 재료막중에 포함되는 수소를 확산하기 위한 열처리를 행한다. 또, 이 

열처리 를 행하는 것에 의해, 금속층(3602)과 산화물층(3603)과의 사이에 결정구조를 가지는 금속산화물로 이루어지

는 층(도시하지 않음)이 형성된다.

또, 이 금속산화물로 이루어지는 층(도시하지 않음)이 금속층(3602)과 산화물층(3603)과의 계면에 형성되는 것에 의

해, 후의 공정에서의 제 1 기판(3601)과 소자형성층(3701)과의 박리가 용이하게 된다.
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한편, 소자형성층(3701)을 형성하는 도중의 열처리에 의해, 접착체인 반도체b(3606)와 금속층(3602)과의 밀착성을 

높일 수 있다.

본 실시예에서는, 소자형성층(3701)에 포함되는 배선(3613)까지 형성한 후, 반도체b(3606)를 제거한다(도 19d). 구

체적으로는, 드라이에칭법에 의해 절연막(3612)의 일부와 반도체b(3606)를 에칭하여, 개구부(3614)를 형성한다.

예를 들면, 절연막(3609, 361l, 3612)및 산화물층(3603)을 에칭하는 경우에 있어서, 이들이 산화규소로 형성되어 있

는 경우에는, 탄화불소(CF 4 )를 주성분으로 하는 에칭가스를 사용하여 드라이에칭을 행한다. 또한 접착체인 반도체

b(3606)를 에칭하는 경우에 있어서, 반도체b(3606)가 규소로 형성되어 있고, 금속층(예를 들면 W)과의 반응에도 불

구하고 그 일부에 규소를 주성분으로 하는 부분이 남아 있는 경우에는, 이것을 브롬화수소(HBr)및 염소(C1 2 )를 주

성분으로 하는 에칭가스를 사용하여 에칭할 수 있다. 반도체b(3606)가 규소로 형성되어 있고, 금속층(W)과의 반응에

의해서 그 일부가 실리사이드(WSi)를 형성하고 있는 경우에는, 이것을 플루오르화유황(SF 6 )과 브롬화수소(HBr)를

주성분으로 하는 에칭가스를 사용하여 에칭할 수 있다.

다음으로, 개구부(3614)를 매립하고, 소자형성층(3701)의 표면을 평탄화하기 위해서 절연막(3615)을 형성한다(도 1

9e). 또, 본 실시예에서는, 플라즈마 CVD 법에 의해 형성된 막두께 1∼3㎛의 질화산화실리콘막을 사용한다. 물론, 이

절연막은 질화산화실리콘막에 한정되는 것이 아니고, 질화실리콘, 질화실리콘, 산화실리콘이라고 한 절연재료나, 아

크릴, 폴리이미드, 폴리아미드 등의 유기절연재료로 이루어지는 단층구조나, 이들을 조합한 적층구조로 하여도 좋다.

절연막(3615)에 의해 소자형성층(3701)의 표면을 평탄화한 후의 공정인 (1)소자형성층(3701)의 위에 유기수지층을 

형성하여, 그 위에 제 1 접착층을 통해 보조기판인 제 2 기판을 부착하는 공정; (2)소자형성층(3701)로부터 제 1 기판

(3601)을 물리적 수단에 의해 보조기판(제 2 기판)이 부착된 소자형성층(3701)으로부터 떼어내는 공정; (3)제 2 접착

층을 형성하여, 제 2 접착층을 통해 제 3 기판과 산화물층(및 소자형성층)을 접착하는 공정; 및 (4)소자형성층으로부

터 제 2 기판을 분리시키는 공정; 에 관해서는 실시예 9에 나타내는 것과 같은 재료를 사용하여, 같은 방법에 의해 형

성할 수 있기 때문에 그 설명은 생략하는 것으로 한다.

이상에 의해, 소자형성층(3701)이 제 2 접착층(3617)을 통해 제 3 기판(3618)상에 전사된, 도 20a에 나타낸 구조를 

얻을 수 있다.

또한, 본 실시예에서는, 도 19d에 있어서 개구부(3614)를 형성한 후, 절연막(3801)을 형성함에 의해, 도 20b에 나타

내는 구조를 형성하더라도 좋다.

이상에 의해, 제 1 기판(3601)상에 형성되어, 복수의 TFT로 구성된 집적회로 를 별도의 기판(제 3 기판(3618))상에 

제작할 수 있다.

<실시예 12>

본 실시예에서는, 본 발명에 있어서의 접착체의 배치 및 그 형상에 관해서, 도 21a 내지 도 21d를 참조하여 설명한다.

본 발명에서는 도 21a에 나타낸 바와 같이 기판(3801)상에 형성된 소자형성층(3802)이, 물리적수단에 의해서 박리

되어, 별도의 기판상에 접착되는 것에 의해, 전사가 행하여진다. 또, 도 21a의 경우에는, 소자형성층(3802)은, 도 21a

에서의 화살표방향으로 박리되는 것으로 한다.

접착체는 소자형성층(3802)의 일부인 영역(3803)에 소자형성층(3802)의 제작 도중에 형성되어, 박리직전에 제거되

며, 소자형성층(3802)에 형성되는 접착체의 배치 및 형상의 일례를 도 21b∼도 21d에 나타낸다.

도 21b에서는, 집적회로(3804)가 복수 형성되는 영역(3803)에 있어서, 박리방향 XX'으로 배열되는 복수의 집적회로

(3804)의 사이에 사각형상의 접착체(3805)가 형성되는 경우에 관해서 나타낸다. 또, 이 경우, 사각형상의 접착체(380

5)가 직사각형을 가지고, 박리방향 XX'과 직사각형의 긴 변이 평행하게 나란히 되도록 배치되는 것이 보다 바람직하

다. 이와 같이 접착체(3805)를 사각형상으로 하는 것에 의해, 접착체(3805)를 제거한 후, 소자형성층(3802)을 기판(

3801)으로부터 용이하게 박리할 수 있다.

도 21c에서는, 집적회로(3806)가 복수형성되는 영역(3803)에 있어서, 박리방 향 XX'에 배열되는 집적회로(3806)의 

사이에 삼각형상의 접착체(3807)가 형성되는 경우에 관해서 나타낸다. 또, 이 경우, 삼각형상의 접착체(3807)의 저변

이, 박리방향 XX'과 수직하게 되도록 배치되는 것이 보다 바람직하다. 이와 같이 접착체(3807)를 삼각형상으로 한 경

우에도, 접착체(3807)를 제거한 후, 소자형성층(3802)을 기판(3801)으로부터 용이하게 박리할 수 있다.
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도 21d에서는, 집적회로(3808)가 복수형성되는 영역(3803)에 있어서, 박리방향 XX'에 복수배열되는 집적회로(3808

)의 열과 열과의 사이에 라인형의 접착체(3809)가 형성되는 경우에 관해서 나타낸다. 또, 이 경우, 라인형의 접착체(3

809)는, 박리방향 XX'에 복수 집적회로(3808)의 전체 길이와 같은 길이로 형성하여도 좋지만, 집적회로 한개 분의 길

이로 형성하더라도 좋다. 이와 같이 접착체(3809)를 라인형으로 한 경우에도, 접착체(3807)를 제거한 후, 소자형성층

(3802)를 기판(3801)으로부터 용이하게 박리할 수 있다.

또, 본 실시예에서 나타낸 접착체의 배치 및 형상은, 본 발명에 있어서의 바람직한 일례에 지나지 않고, 본 발명의 접

착체의 형상을 한정하는 것은 아니다.

<실시예 13>

본 실시예에서는, 동일기판상에 n채널형 TFT 및 p채널형 TFT를 동시에 제작하는 방법에 관해서, 도 22a 내지 도 2

2d, 도 23a 내지 도 23d를 참조하여 설명한다.

기판(3901)상에 금속층(3902)이 형성되고, 그 위에 접착체(3903)가 형성된 다.

본 실시예에서는, 기판(3901)으로서 유리기판(#l737)을 사용하며, 금속층(3902)에는, 실시예 9와 같이 텅스텐(W)을

주성분으로 하는 금속재료를 이용한다. 또, 접착체(3903)는, 후에 형성되는 집적회로(복수의 TFT를 포함함)의 사이

에 배치되도록 원하는 형상으로 패터닝되어, 형성된다.

다음에 금속층(3902)및 접착체(3903)상에 기저절연막으로서도 기능하는 산화물층(3904)을 형성한다. 본 실시예에

서는, 플라즈마 CVD 법으로 막형성온도 300??, 원료가스 SiH 4 , N 2 O으로부터 제작되는 산화질화실리콘막(조성

비 Si=32%, O=59%, N=7%, H=2%)을 100nm의 두께로 막형성함에 의해, 산화물층(904)을 형성한다.

대기에 노출하지 않고 연속적으로 플라즈마 CVD 법으로 막형성온도 300??, 막형성가스 SiH 4 로 비정질구조를 가

지는 반도체층(여기서는 비정질실리콘층)을 54nm의 두께로 형성한다. 이 비정질실리콘층은 수소를 포함하고 있고, 

후의 열처리에 의해서 수소를 확산시켜, 물리적 수단으로 산화물층의 층내, 또는 계면에서 박리할 수 있다.

다음에, 중량환산으로 1Oppm의 니켈을 포함하는 아세트산 니켈염 용액을 스피너로 도포한다. 도포 대신에 스퍼터링

법으로 니켈원소를 전체면에 살포하는 방법을 이용하여도 좋다. 이어서, 열처리를 행하여 결정화시켜 결정구조를 가

지는 반도체막(여기서는 폴리실리콘층)을 형성한다. 여기서는 탈수소화를 위한 열처리(500O??, 1시간) 후, 결정화를 

위한 열처리(550??, 4시간)를 행하여 결정구 조를 가지는 실리콘막을 얻는다. 또한, 이 탈수소화를 위한 열처리(500?

?, 1시간)는, 비정질실리콘막에 포함되는 수소를 금속층(3902)과 산화물층(3904)과의 계면에 확산하는 열처리 기능

을 겸하고 있다. 또, 여기서는 실리콘의 결정화를 조장하는 금속원소로서 니켈을 사용한 결정화 기술을 사용하지만, 

다른 공지의 결정화 기술, 예를 들면 고상성장법이나 레이저결정화법을 사용하더라도 좋다.

다음에, 결정구조를 가지는 실리콘막표면의 산화막을 희불산 등으로 제거한 후, 결정화율을 높이고 결정립내에 남겨

지는 결함을 보수하기 위해 레이저광(XeCl: 파장 308nm)의 조사를 대기중, 또는 산소분위기속에서 행한다. 레이저광

에는 파장 400nm 이하의 엑시머 레이저광이나, YAG 레이저의 제 2고조파, 제 3고조파를 사용한다. 여기서는, 반복 

주파수 10∼1000Hz 정도의 펄스 레이저광을 사용하고, 해당 레이저광을 광학계에 의해 100∼500mJ/cm 2 로 집광

하여, 90∼95%의 오버랩율로 조사하여, 실리콘막 표면을 주사시키면 좋다. 여기서는, 반복주파수 30Hz, 에너지밀도 

470mJ/cm 2 로 레이저광의 조사를 대기속에서 행한다.

또, 대기중, 또는 산소분위기속에서 행하기 때문에, 레이저광의 조사에 의해 표면에 산화막이 형성된다. 또, 여기서는 

펄스레이저를 사용하는 예를 게시하였지만, 연속발진의 레이저를 사용하더라도 좋고, 비정질반도체막의 결정화시에, 

대입경의 결정을 얻기 위해서는, 연속발진이 가능한 고체레이저를 사용하여, 기본파의 제 2고조파∼제 4고조파를 적

용하는 것이 바람직하다. 대표적으로는, Nd:YVO 4 레이저(기본파1064nm)의 제2고조파(532nm)이나 제3고조파(35

5nm)를 적용하면 좋다. 연속발진의 레이저를 사용하는 경우에는, 출력 10W의 연속발진의 YVO 4 레이저로부터 사

출된 레이저광을 비선형광학소자에 의해 고조파로 변환한다. 또한, 공진기의 속에 YVO 4 결정과 비선형광학소자를 

넣어, 고조파를 사출하는 방법도 있다. 그리고, 바람직하게는 광학계에 의해 조사면에서 구형상 또는 타원형상의 레이

저광으로 성형하여, 피처리체에 조사한다. 이때의 에너지밀도는 0.01∼100MW/cm 2 정도(바람직하게는 O.1∼10M

W/cm 2 )가 필요한다. 그리고, 10∼2000cm/s 정도의 속도로 레이저광에 대하여 상대적으로 반도체막을 이동시키면

서 조사하면 좋다.

상기 레이저광의 조사에 의해 형성된 산화막에 더하여, 오존수로 표면을 120초 처리하여 합계 1∼5nm의 산화막으로

이루어지는 배리어층을 형성한다. 본 실시의 형태로서는 오존수를 사용하여 배리어층을 형성하지만, 산소 분위기에

서의 자외선 조사에 의해 결정구조를 가지는 반도체막의 표면을 산화하는 방법이나, 산소플라즈마처리에 의해 결정

구조를 가지는 반도체막의 표면을 산화하는 방법이나 플라즈마 CVD 법이나, 스퍼터링법이나, 증착법 등으로 1∼10n



공개특허 10-2004-0077536

- 27 -

m 정도의 산화막을 퇴적하여 배리어층을 형성하더라도 좋다. 또한, 배리어층을 형성하기 전에 레이저광의 조사에 의

해 형성된 산화막을 제거하더라도 좋다.

배리어층상에, 스퍼터링법으로, 게터링사이트가 되는 아르곤원소를 포함하는 비정질실리콘막을 10nm∼400nm, 본 

실시예에서는 막두께 100nm로, 막형성한다. 본 실시예에서는, 아르곤원소를 포함하는 비정질실리콘막은, 실리콘타

겟을 사용하여 아르곤을 포함하는 분위기속에서 형성한다. 플라즈마 CVD 법을 이용하여 아르곤원 소를 포함하는 비

정질실리콘막을 형성하는 경우, 막형성 조건은, 모노시란과 아르곤의 유량비(SiH 4 :Ar)를 1:99로 하고, 막형성 압력

은 6.665Pa(0.05 Torr)로 하고, RF파워밀도를 0.087W/cm 2 으로 하여, 막형성온도를 350??로 한다.

그 후, 650??로 가열된 로에 넣어 3분의 열처리를 행하여 게터링하고, 결정구조를 가지는 반도체막중의 니켈농도를 

감소한다. 로대신에 램프어닐링장치를 사용하더라도 좋다.

배리어층을 에칭 스톱퍼로 사용하여, 게터링사이트인 아르곤원소를 포함하는 비정질실리콘막을 선택적으로 제거한 

후, 배리어층을 희불산으로 선택적으로 제거한다. 또, 게터링시에, 니켈은 산소농도가 높은 영역으로 이동하기 쉬운 

경향이 있기 때문에, 산화막으로 이루어지는 배리어층을 게터링후에 제거하는 것이 바람직하다.

이어서, 상기 얻어진 결정구조를 가지는 실리콘막(폴리실리콘막이라고도 불린다)의 표면에 오존수로 얇은 산화막을 

형성한 후, 레지스트로 이루어지는 마스크를 형성하여, 원하는 형상에 에칭 처리하여 섬 형상의 반도체층(3905, 390

6)을 형성한다. 반도체층(3905, 3906)을 형성한 후, 레지스트로 이루어지는 마스크를 제거한다 (도 22a).

플루오르화수소산을 포함하는 에천트로 산화막을 제거하면서 동시에 실리콘막(반도체층(3905, 3906))의 표면을 세

정한 후, 게이트절연막(907)이 되는 규소를 주성분으로 하는 절연막을 형성한다. 본 실시예에서는, 플라즈마 CVD 법

에 의해 115nm의 두께로 산화실리콘막을 형성한다(도 22b).

게이트절연막(3907)상에 막두께 20∼100nm의 제 1 도전막(3908)과, 막두께 l00∼400nm의 제 2 도전막(3909)을 

적층형성한다. 본 실시예에서는, 게이트절연막(3907)상에 제 1 도전막(3908)이 되는 막두께 50nm의 질화탄탈막, 제

2 도전막(3909)이 되는 막두께 370nm의 텅스텐막을 순차적으로 적층한다.

또, 제 1 도전막(39O8) 및 제 2 도전막(39O9)을 형성하는 도전성 재료로서는 Ta, W, Ti, Mo, A1, Cu에서 선택된 원

소, 또는 상기 원소를 주성분으로 하는 합금재료 또는 화합물재료를 사용할 수 있다. 또한, 제 1 도전막(39O8) 및 제 

2 도전막(39O9)으로서 인 등의 불순물원소를 도핑한 다결정실리콘막으로 대표되는 반도체막이나, AgPdCu 합금을 

사용해도 좋다. 또한, 본 발명은 2층 구조에 한정되지 않고, 예를 들면, 막두께 5Onm의 텅스텐막, 막두께 5OOnm의 

알루미늄과 실리콘의 합금(A1-Si)막, 막두께 3Onm의 질화티타늄막을 순차적으로 적층한 3층구조라도 좋다. 또한, 3

층구조로 하는 경우, 제 1 도전막의 텅스텐 대신에 질화텅스텐을 사용해도 좋고, 제 2 도전막의 알루미늄과 실리콘의 

합금(Al-Si)막 대신에 알루미늄과 티타늄의 합금막(Al-Ti)을 사용해도 좋으며, 제 3 도전막의 질화티타늄막 대신에 

티타늄막을 사용해도 좋다. 또한, 단층구조라도 좋다.

다음에, 도 22c에 나타낸 바와 같이 노광 공정에 의해 레지스트로 이루어지는 마스크(3910, 3911)를 형성하여, 게이

트전극 및 배선을 형성하기 위한 제 1 에칭처리를 행한다. 제 1 에칭처리에서는 제 1 및 제 2 에칭조건으로 행한다. 

에칭에는 ICP(Inductively CoupIed Plasma:유도결합형 플라즈마)에칭법을 사용하면 좋다. ICP 에칭법을 사용하여, 

에칭조건(코일형의 전극에 인가되는 전력량, 기판측의 전극에 인가되는 전력량, 기판측의 전극온도 등)을 적절히 조

절함으로써 원하는 테이퍼형상으로 막을 에칭할 수 있다. 또, 에칭 가스로서는, Cl 2 , BCl 3 , SiC1 4 , CC1 4 등을 

대표로 하는 염소계가스 또는 CF 4 , SF 6 , NF 3 등을 대표로 하는 불소계 가스, 또는 0 2 를 적절히 사용할 수 있

다.

본 실시예에서는, 기판측(시료스테이지)에도 15OW의 RF(13.56 MHz)전력을 투입하여, 실질적으로 음의 자기바이어

스전압을 인가한다. 또, 기판측의 전극면적사이즈는, 12.5cm X 12.5cm 이며, 코일형의 전극면적사이즈(여기서는 코

일이 설정된 석영원판)는, 직경 25cm의 원판이다. 이 제 1 에칭조건에 의해 W막을 에칭하여 제 1 도전층의 단부를 

테이퍼형상으로 한다. 제 1 에칭조건에서의 W막에 대한 에칭속도는 2OO.39 nm/min, TaN 막에 대한 에칭속도는 8O

.32 nm/min 이며, TaN에 대한 W의 선택비는 약2.5이다. 또한, 이 제 1 에칭조건에 의해서, W막의 테이퍼각은, 약26

˚가 된다. 그 후, 레지스트로 이루어지는 마스크(391O, 3911)를 제거하지 않고서 제 2 에칭조건으로 바꿔, 에칭용가

스에 CF 4 와 Cl 2 를 사용하여, 각각의 가스유량비를 3O:3O(sccm)로 하고, 1 Pa의 압력으로 코일형의 전극에 5OO

W의 RF(13.56 MHz)전력을 투입하여 플라즈마를 생성하고 약 3O초 정도의 에칭을 행한다. 기판측(시료스테이지)에

도 2OW의 RF(13.56 MHz)전력을 투입하여, 실질적으로 부의 자기바이어스전압을 인가한다. CF 4 와 Cl 2 를 혼합

한 제 2 에칭조건에서 W 막과 TaN 막은 거의 같은 정도로 에칭된다. 제 2 에칭조건에서의 W막에 대한 에칭속도는 5

8.97 nm/min, TaN막에 대한 에칭속도는 66.43 nm/min이다. 또, 게이트절연막상에 잔사를 남기지 않고 에칭하기 위

해서는, 1O∼2O% 정도의 비율로 에칭시간을 증가시키면 좋다.
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상기 제 1 에칭처리에서는, 레지스트로 이루어지는 마스크의 형상을 적당한 것으로 함으로써, 기판측에 인가하는 바

이어스전압의 효과에 의해 제 1 도전층 및 제 2 도전층의 단부가 테이퍼형상이 된다. 이 테이퍼부의 각도는 15∼45˚

로 하면 좋다.

이렇게 해서 제 1 에칭처리에 의해 제 1 도전층과 제 2 도전층으로 이루어지는 제 1 형상의 도전층(3912, 3913)(제 1

도전층(3912a, 3913a)과 제 2 도전층(39l2b, 3913b))을 형성한다. 게이트절연막이 되는 절연막(39O7)은 1O∼2On

m 정도로 에칭되고, 제 1 형상의 도전층(3912, 3913)으로 덮어지지 않는 얇아진 영역이 게이트절연막(3907)이 된다.

다음에, 도 22d에 나타낸 바와 같이, 레지스트로 이루어지는 마스크를 제거하지 않고서 제 2 에칭처리를 행하여, 제 2

형상의 도전층(3914, 3915)을 형성한다. 여기서는, 에칭가스로 SF 6 와 C1 2 와 0 2 를 사용하여, 각각의 가스유량

비를 24/12/24(sccm)로 하고, 1.3Pa의 압력으로 코일형의 전극에 7OOW의 RF(13.56 MHz)전력을 투입하여 플라즈

마를 생성하고 에칭을 25초 행한다. 기판측(시료스테이지)에도 1OW의 RF(13.56 MHz) 전력을 투입하여, 실질적으

로 음의 자기바이어스전압을 인가한다. 제 2 에칭처리에서의 W에 대한 에칭속도는 227.3 nm/min, TaN 에 대한 에

칭속도는 32.1 nm/min 이며, TaN에 대한 W의 선택비는 7.1이며, 게이트절연막(3907)인 SiON에 대한 에칭속도는 3

3.7 nm/min 이며, SiON 에 대한 W의 선택비는 6.83이다. 이와 같이 에칭가스로 SF 6 을 사용한 경우, 게이트절연막

(3907)에 대한 선택비가 높기 때문에 막이 얇아지는 것을 억제할 수 있다. 본 실시예에 있어서의 게이트절연막(3907)

의 막두께는 8nm 정도로 감소된다.

이 제 2 에칭처리에 의해 W의 테이퍼각을 7O˚로 할 수 있다. 이 제 2 에칭처리에 의해 제 2 도전층(3914b, 3915b)

을 형성한다. 이 때, 제 1 도전층은, 거의 에칭되지 않고, 제 1 도전층(3914a, 3915a)이 된다. 또, 제 1 도전층(3914a,

3915a)은, 제 1 도전층(3912a, 3913a)과 거의 동일 사이즈이다. 실제로는, 제 1 도전층의 폭은, 제 2 에칭처리전에 

비해 약 O.3㎛정도, 즉 선폭 전체에서 O.6㎛ 정도 후퇴하는 경우도 있지만 사이즈에 있어 거의 변화가 없다.

또한, 2층구조 대신에, 막두께 5Onm의 텅스텐막, 막두께 5OOnm의 알루미늄과 실리콘의 합금(A1-Si)막, 막두께 3O

nm의 질화티타늄막을 순차 적층한 3층구조로 한 경우, 제 1 에칭처리에 있어서의 제 1 에칭조건으로서는, BCl 3 과 

C1 2 와 0 2 를 원료가스에 사용하여, 각각의 가스유량비를 65/1O/5(sccm)로 하고, 기판측(시료스테이지)에 3OOW

의 RF(13.56 MHz)전력을 투입하고, 1.2Pa의 압력으로 코일형의 전극에 45OW의 RF(13.56 MHz)전력을 투입하여 

플라즈마를 생성하고 117초의 에칭을 행하면 좋고, 제 1 에칭처리에 있어서의 제 2 에칭조건으로서는, CF 4 과 Cl 2

와 0 2 를 사용하여, 각각의 가스유량비를 25/25/1O(sccm)로 하고, 기판측(시료스테이지)에도 2OW의 RF(13.56 M

Hz)전력을 투입하고, 1Pa의 압력으로 코일형의 전극에 5OOW의 RF(13.56 MHz)전력을 투입하여 플라즈마를 생성

하고 약 3O초 정도의 에칭을 행하면 좋고, 제2 에칭처리로서는 BC1 3 과 Cl 2 를 사용하여, 각각의 가스유량비를 2O

/6O(sccm)로 하고, 기판측(시료스테이지)에는 1OOW의 RF(13.56 MHz)전력을 투입하고, 1.2Pa의 압력으로 코일형

의 전극에 6OOW의 RF(13.56 MHz)전력을 투입하여 플라즈마를 생성하여 에칭을 행하면 좋다.

다음에, 레지스트로 이루어지는 마스크(391O)를 제거한 후, 도 23a에 나타낸 바와 같이 레지스트로 이루어지는 마스

크(3918)를 형성하여 제 1 도핑처리를 행한다. 도핑처리는 이온도프법, 또는 이온주입법으로 행하면 좋다. 또, 마스크

(3918)는 p 채널형 TFT을 형성하는 반도체막 및 그 주변의 영역을 보호하는 마스크이다.

제 1 도핑처리에 있어서의 이온도프법의 조건은 도우즈량을 1.5×1O 15 atoms/cm 2 로 하여, 가속전압을 6O∼1OO

keV로서 인(P)을 도핑한다. 또, n형을 부여하는 불순물원소로서, 전형적으로는 인(P) 또는 비소(As)를 사용할 수 있

다. 여기서는, 제 2 도전층(3914b, 3915b)을 마스크로 사용함으로써 각 반도체층에 불순물영역이 자기정합적으로 형

성된다. 물론, 마스크(3918)로 덮여진 영역에는 첨가되지 않는다. 이렇게 해서, 제 1 불순물영역(3919)과, 제 2 불순

물영역(392O)이 형성된다. 제 1 불순물영역(3919)에는 1×10 20 ∼1×1O 21 /cm 3 의 농도범위로 n형을 부여하는 

불순물원소가 첨가되어 있다. 여기서는, 제 1 불순물영역과 같은 농도범위의 영역을 n+ 영역이라고도 부른다.

또한, 제 2 불순물영역(392O)은 제 1 도전층(3915a)에 의해 제 1 불순물영역(3919)보다도 저농도로 형성되고, 1×1

O 18 ∼1x 1O 19 atoms/cm 3 의 농도범위로 n형을 부여하는 불순물원소가 첨가되게 된다. 또, 제 2 불순물영역(39

2O)은, 테이퍼형상인 제 1 도전층(3915a)의 부분을 통과시켜 도핑을 행하기 때문에, 테이퍼부의 단부를 향해 불순물 

농도가 증가하는 농도변화를 가지고 있다. 여기서는, 제 2 불순물영역(3920)과 같은 농도범위의 영역을 n-영역이라

고도 부른다.

이어서, 레지스트로 이루어지는 마스크(3918)를 제거한 후, 새롭게 레지스트로 이루어지는 마스크(3921)를 형성하여

도 23b에 나타낸 바와 같이 제 2 도핑처리를 행한다. 도핑처리는 이온도프법 또는 이온 주입법으로 행하면 좋다. 이

때, 마스크(3921)은 n채널 TFT를 형성하는 반도체막 및 그 주변영역을 보호하는 마스크이다.

제 2 도핑처리에 있어서의 이온도프법의 조건은 도우즈량을 1×1O 15 2×1O 16 atoms/cm 2 로 하여, 가속전압을 5

O∼1OOkeV로서 붕소(B)을 도핑한다. 여기서는, 제 2 도전층(3914b, 3915b)을 마스크로 사용함으로써 각 반도체층

에 불순물영역이 자기정합적으로 형성된다. 물론, 마스크(3921)로 덮여진 영역에는 도핑되지 않는다. 상기 제 2 도핑
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처리에 의해, p 채널형 TFT을 형성하는 반도체층에 p 형의 도전형을 부여하는 불순물원소가 첨가된 제 3 불순물영역

(3922) 및 제 4 불순물영역(3923)을 형성한다.

또한, 제 3 불순물영역(3922)에는 1×1O 20 ∼1×1O 21 /cm 3 의 농도범위로 p 형을 부여하는 불순물원소가 첨가되

도록 한다.

또한, 제 4 불순물영역(3923)은 제 1 도전층(3914a)의 테이퍼부와 겹치는 영역으로 형성되는 것이고, 1×1O 18 ∼1

×1O 20 /cm 3 의 농도범위로 p 형을 부여하는 불순물원소가 첨가되도록 한다. 또, 제 4 불순물영역(3923)은, 테이

퍼형상인 제 1 도전층(3914a)의 부분을 통과시켜 도핑을 행하기 때문에, 테이퍼부의 단부를 향해 불순물 농도가 증가

하는 농도변화를 가지고 있다. 여기서는, 제 4 불순물영역(3923)과 같은 농도범위의 영역을 p-영역이라고도 부른다.

이상의 공정에 의해, 각각의 반도체층에 n 형 또는 p 형의 도전형을 가지는 불순물영역이 형성된다. 도전층(3914, 39

15)은 TFT의 게이트전극이 된다.

다음에, 각각의 반도체층에 첨가된 불순물원소를 활성화처리하는 공정을 행한다. 이 활성화공정은, 램프광원을 사용

한 급속서멀어닐링법(RTA법), 혹은 YAG 레이저 또는 엑시머레이저를 이면으로부터 조사하는 방법, 혹은 화로를 사

용한 열처리, 혹은 이것들의 방법 중, 어느 하나와 조합된 방법에 의해서 행한다.

다음에, 제 1 절연막(3924)을 형성한다. 또, 본 실시예에서는, 플라즈마 CVD법에 의해 형성된 막두께 5Onm의 질화

산화실리콘막을 사용한다. 물론, 이 절연막은 질화산화실리콘막에 한정되는 것이 아니고, 질화실리콘, 질화산화실리

콘, 산화실리콘 등의 절연막을 단층 또는 적층구조로서 사용해도 좋다.

다음에, 제 1 절연막(3924)상에 제 2 절연막(3925)을 형성한다. 여기서 형성 되는 제 2 절연막(3925)에는, 질화실리

콘, 질화산화실리콘, 산화실리콘 등의 절연막을 사용할 수 있지만, 본 실시예에서는, 플라즈마 CVD 법에 의해 형성된

막두께 50nm의 질화실리콘막을 사용하는 것으로 한다.

다음에, 질화실리콘막으로 이루어지는 제 2 절연막(3925)을 형성한 후, 열처리(30O∼55O℃로 1∼12시간의 열처리)

를 행하여, 반도체층을 수소화하는 공정을 행한다(도 23c). 이 공정은 제 2 절연막(3925)에 포함되는 수소에 의해 반

도체층의 댕그링본드를 종단하는 공정이다. 수소화의 다른 수단으로서, 수소분위기하에서 35O℃ 정도의 열처리나, 

플라즈마수소화(플라즈마에 의해 여기된 수소를 사용함)를 행할 수도 있다.

다음에, 제 2 절연막(3925) 상에 유기절연물재료로 이루어지는 제 3 절연막(3926)을 형성한다. 여기서는, 막두께 1.6

㎛의 아크릴수지막을 형성한다. 다음에, 각 불순물영역에 달하는 콘택홀(3927)을 형성한다.

또, 본 실시예로 사용하는 아크릴수지는 감광성아크릴이기 때문에, 노광하여 현상함으로써 원하는 위치를 개공할 수 

있다. 또한, 제 1 절연막(3924) 및 제 2 절연막(3925)의 일부의 에칭에는, 드라이에칭법을 사용하여, 제 1 절연막(39

24)을 에칭 스토퍼로서 제 2 절연막(3925)의 에칭을 행하고 나서, 제 1 절연막(3924)의 에칭을 행한다. 이에 따라 콘

택홀(3927)을 얻는다.

또, 본 실시예에서는, 유기수지막으로 형성된 제 3 절연막(3926)을 형성한 후에 콘택홀을 형성하는 경우에 대해서 설

명하였지만, 제 3 절연막(3926)을 형성하기 전에 제 2 절연막(3925) 및 제 1 절연막(3924)을 드라이에칭할 수도 있

다. 또, 이 경우에는, 에칭처리후, 제 3 절연막(3926)을 형성하기 전에 기판을 3OO∼55O℃로 1∼12시간 동안 열처

리하는 것이 바람직하다.

그리고, 도 23d에 나타낸 바와 같이 Al, Ti, Mo, W 등을 사용하여 배선(3928)을 형성함에 의해, n 채널형 TFT(3931

), p 채널형 TFT(3932)을 동일 기판상에 형성할 수 있다.

<실시예 14>

본 실시예에서는, 본 발명에 의해 형성된 집적회로가 CPU로서의 기능을 하는 경우에 있어서, 그 집적회로의 기능 및 

구성에 대해서 도 24를 참조하여 설명한다.

우선, 오퍼래이션 코드가 인터페이스(4OO1)에 입력되면, 해석회로(4OO3)(Instruction Decoder라고도 한다)에서 코

드가 해독되어, 신호가 제어신호발생회로(4OO4)(CPU Timing Control)에 입력된다. 신호가 입력되면, 제어신호발생

회로(4OO4)로부터, 연산회로(4OO9)(이하, ALU로 나타냄) 및 기억회로(4O1O)(이하, Register로 나타냄)로 제어신

호가 출력된다.
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또, 제어신호발생회로(4OO4)에는, ALU(4OO9)을 제어하는 ALU 콘트롤러(4OO5)(이하, ACON으로 나타냄), Regist

er(401O)를 제어하는 회로(4OO6)(이하, RCON으로 나타냄), 타이밍을 제어하는 타이밍 콘트롤러(4OO7)(이하, TCO

N으로 나타냄) 및 인터럽트를 제어하는 인터럽트콘트롤러(4OO8)(이하, ICON으로 나타냄)를 포함한다.

한편, 오퍼랜드가 인터페이스(4OO1)에 입력되면, 그 오퍼랜드는 ALU(4OO9) 및 Register(4O10)로 출력된다. 그리

고, 제어신호발생회로(40O4)로부터 입력된 제어신호에 근거하는 처리(예를 들면, 메모리리드사이클, 메모리라이트사

이클, 혹은 I/O리드사이클, I/O 라이트사이클 등)가 이루어진다.

또, Register(4O1O)는, 범용레지스터, 스택포인터(SP), 프로그램 카운터(PC) 등으로 구성된다.

또한, 어드레스컨트롤러(4O11)(이하, ADRC로 나타냄)는, 16비트의 어드레스를 출력한다.

또, 본 실시예에 나타낸 CPU의 구성은, 본 발명의 제작방법을 사용하여 형성되는 CPU의 일예이며, 본 발명의 구성을

한정하는 것은 아니다. 따라서, 본 실시예에 나타낸 구성 이외에 공지의 CPU의 구성을 사용하는 것도 가능하다.

<실시예 15>

본실시예에서는, 본 발명의 집적회로가 모듈에 삽입되어 실제로 전자기기에 삽입되는 것에 대해서, 휴대전화의 경우

를 예를 들어, 도 25를 참조하여 설명한다.

도 25에 나타내는 휴대전화의 모듈은, 프린트배선기판(44O6)에, 콘트롤러(44Ol), CPU(4402), 메모리(4411), 전원

공급회로(44O3), 음성처리회로(4429) 및 송수신회로(44O4)나, 그 외, 저항, 버퍼, 용량소자 등의 소자가 실장되어 있

다. 또, 본 발명에 의해 제작되는 집적회로는, 콘트롤러(44O1), CPU(44O2), 메모리(4411), 전원회로(44O3), 음성처

리회로(4429) 등에 사용할 수 있다. 또한, 여기서는, 도시하지 않지만 패널은 FPC에 의해서 프린트배선기판(44O6) 

에 실장되어 있다.

전원전압 및 키보드 등으로부터 입력된 각종 신호는, 복수의 입력단자가 배치된 프린트배선기판용의 인터페이스(I/F)

부(44O9)를 통해 프린트배선기판(4406)으로 공급된다. 또한, 프린트배선기판(44O6)에는 안테나와의 사이에 신호를

송수신하기 위한 안테나용 포트(441O)가 설치되어 있다.

또, 메모리(4411)에는, VRAM, DRAM, 플래시 메모리 등이 포함된다. VRAM에는 패널에 표시하는 화상의 데이터가,

DRAM에는 화상 데이터 또는 음성데이터가, 플래시 메모리에는 각종 프로그램이 저장된다.

또한, 콘트롤러(44O1), CPU(44O2), 음성처리회로(4429),메모리(44ll), 송수신회로(44O1)를 위한 전원전압은 전원

공급회로(44O3)에서 발생된다. 또한, 패널의 사양에 따라서는, 전원회로(4403)에 전류원이 구비되어 있는 경우도 있

다.

CPU(44O2)의 구성에 대해서는, 실시예 14에서 설명하였기 때문에 생략하기로 한다. CPU는, 입력된 신호에 근거하

여, 각종 명령을 포함하는 신호를 메모리(4411), 송수신회로(44O4), 음성처리회로(4429), 콘트롤러(44O1) 등에 보

낸다.

메모리(4411), 송수신회로(4431), 음성처리회로(4429), 콘트롤러(4401)는, 수신된 명령에 따라 각각의 동작을 수행

한다. 이하 그 동작에 대해서 간단히 설명하도록 한다.

키보드로부터 입력된 신호는, 인터페이스(44O9)를 통해 프린트배선기판(44O6)에 실장된 CPU(4402)에 보내진다. C

PU(44O2)에서는, 키보드로 부터 전송된 신호에 따라, VRAM에 저장된 화상 데이터를 소정의 포맷으로 변환하여, 콘

트롤러(4401)로 전송한다.

콘트롤러(44O1)는, CPU(4402)로부터 전송된 화상 데이터를 포함하는 신호를 패널 사양에 따라 데이터처리 하여, 패

널로 공급한다. 또한 콘트롤러(44O1)는, 전원공급회로(44O3)으로부터 입력된 전원전압이나 CPU에서 입력된 각종 

신호에 근거하여, Hsync신호, Vsync신호, 클록신호 CLK, 교류전압(AC Cont)을 생성하고, 이들 신호를 패널에 공급

한다.

송수신회로(44O4)에서는, 안테나에서 전파로 송수신되는 신호가 처리되고, 구체적으로는 아이솔레이터, 대역통과필

터, VCO(Voltage Contfolled Osci11ator), LPF(Low Pass Filter), 음향커플러, 밸룬 등의 고주파회로를 포함하고 

있다. 송수신회로(44O4)에서 송수신되는 신호 중 음성정보를 포함하는 신호는, CPU(44O2)의 명령에 따라, 음성처리

회로(4429)에 보내진다.
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CPU(44O2)의 명령에 따라 보내진 음성정보를 포함하는 신호는, 음성처리회로(4429)에서 음성신호에 복조되어, 스

피커에 보내진다. 또한 마이크로부터 보내진 음성신호는, 음성처리회로(4429)에서 변조되어, CPU(44O2)의 명령에 

따라, 송수신회로(44O4)로 보내진다.

또한, 본 발명에 따라 제작된 집적회로는, 아이솔레이터, 대역통과필터, VCO(Voltage Contro11ed Osci11ator), LP

F(Low Pass Filter), 음향커플러, 밸룬 등의 고주파회로 이외라면, 상술한 회로뿐만 아니라 어떠한 회로에도 응용할 

수 있다.

<실시예 16>

본 발명의 제작방법에 따라 형성된 집적회로를 사용하여, 실시예 15에 나타나는 것과 같은 여러가지 모듈을 완성시킬

수 있다. 따라서, 이들 모듈을 삽입하는 것에 의해 여러가지 전자기기를 완성시킬 수 있다.

이들 전자기기로서는, 비디오카메라, 디지털카메라, 헤드마운트디스플레이(고글형디스플레이), 카네비게이션, 프로

젝터, 카스테레오, 퍼스널컴퓨터, 휴대정보단말(모바일컴퓨터, 휴대전화, 휴대형게임기 또는 전자서적 등의 기록매체

를 재생하여, 그 화상을 표시할 수 있는 표시장치를 구비한 장치) 등을 들 수 있다. 이들 전자기기의 구체예를 도 13a 

내지 도 13g에 나타내었다.

도 13a는 표시장치이며, 케이스(2OO1), 지지대(2OO2), 표시부(2OO3), 스피커부(2OO4), 비디오입력단자(2OO5) 등

을 포함한다. 본 발명에 의해 형성되는 집적회로는, 표시장치를 동작시키기 위한 회로부분 등에 사용할 수 있다. 또, 

표시장치는, 퍼스널컴퓨터용, TV 방송수신용, 광고표시용 등의 모든 정보표시용장치가 포함된다.

도 13b는 랩탑형 컴퓨터이며, 본체(22O1), 케이스(22O2), 표시부(22O3), 키보드(22O4), 외부접속포트(22O5), 포인

팅마우스(22O6) 등을 포함한다. 본 발명에 의해 형성되는 집적회로는, 랩탑형 퍼스널컴퓨터를 구동시키기 위한 회로

부분 등에 사용할 수 있다.

도 13c는 모바일컴퓨터이며, 본체(23O1), 표시부(23O2), 스위치(23O3), 조작 키(23O4), 적외선포트(23O5) 등을 포

함한다. 본 발명에 의해 형성되는 집적회로는, 모바일컴퓨터를 구동시키기 위한 회로부분 등에 사용할 수 있다.

도 13d는 프로그램을 기록한 기록매체(이하, 기록매체라고 함)를 사용하는 플레이어이며, 본체(24O1), 케이스(2402)

, 표시부 A(24O3), 표시부 B(2404), 기록매체(24O5), 조작키(24O6), 스피커부(2407) 등을 포함한다. 또, 이 플레이

어는 기록매체로서 DVD(Digtial Versatile Disc), CD 등을 사용하여, 음악, 영화, 게임이나 인터넷을 감상할 수 있다.

본 발명에 따라 제작된 집적회로는 플레이어를 구동하기 위한 회로부분 등에 사용할 수 있다.

도 13e는 휴대서적(전자서적)이며, 본체(25O1), 표시부(25O2), 기억매체(25O3), 조작키(25O4), 안테나(25O5) 등을

포함한다. 본 발명에 의해 형성되는 집적회로는, 휴대서적을 기능시키기 위한 회로부분 등에 사용할 수 있다.

도 13f는 비디오카메라이며, 본체(26O1), 표시부(26O2), 케이스(2603), 외부접속포트(26O4), 리모콘수신부(26O5),

수상부(26O6), 배터리(26O7), 음성입력부(26O8), 조작키(26O9), 접안부(261O) 등을 포함한다. 본 발명에 의해 형성

되는 집적회로는, 비디오카메라를 기능시키기 위한 회로부분 등에 사용할 수 있다.

여기서 도 13g는 휴대전화이며, 본체(27O1), 케이스(27O2), 표시부(27O3), 음성입력부(27O4), 음성출력부(27O5), 

조작키(27O6), 외부접속포트(27O7), 안테나(27O8) 등을 포함한다. 본 발명에 의해 형성되는 집적회로는, 휴대전화

를 기능시키기 위한 회로부분 등에 사용할 수 있다.

이상과 같이, 본 발명에 의해 제작된 집적회로의 적용범위는 매우 넓고, 모든 분야의 응용제품에 적용하는 것이 가능

하다. 본 출원은, 2003. 2. 28일자로 일본국 특허청에 제출된 일본특허출원 제 2003-053193호, 및 2003. 2. 28일자

로 일본국 특허청에 제출된 일본특허출원 제 2003-053243호에 기반하고 있으며, 이들의 내용을 참조하여 병합한 것

이다.

본 발명은, 첨부된 도면 및 실시예를 통해 충분히 기술되어 있지만, 이를 다양하게 변경 및 수정하는 것은 당해 발명이

속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명할 것이다. 따라서, 이러한 변경 및 수정이 이하의 본 발명의 청

구범위를 벗어나지 않는 한, 본 발명에 속하는 것으로 보아야 할 것이다.

발명의 효과
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상기와 같은 본 발명에 따르면, 기판상에 미리 접착체를 형성하는 것에 의해, 반도체 소자(TFT 등)을 포함하는 소자

형성층의 형성에 있어 기판과의 밀착성을 높일 수 있기 때문에, 형성 도중에 기판으로부터 소자형성층이 박리되는 것

을 막을 수 있다. 한편, 소자형성층을 형성한 후, 접착체를 제거하여 기판과 소자형성층의 밀착성을 저하시키기 때문

에, 기판으로부터의 박리를 용이하게 행할 수 있다. 즉, 반도체장치의 제조에 있어서의 기판과 소자형성층과의 밀착성

을 제어할 수 있다.

또한, 본 발명에 따르면, 기판상에 미리 접착체를 형성하는 것에 의해, 집적회로를 포함하는 소자형성층의 형성에 있

어 기판과의 밀착성을 높일 수 있기 때문에, 형성 도중에 기판으로부터 소자형성층이 박리되는 것을 막을 수 있다. 한

편, 소자형성층을 형성한 후, 접착체를 제거할 수 있기 때문에, 기판과 소자형성층의 밀착성을 저하시켜 기판으로부터

의 박리를 용이하게 행할 수 있다. 즉, 반도체장치의 제조에 있어서의 기판과 소자형성층과의 밀착성을 제어할 수 있

다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
제 1 기판 상에 금속층을 형성하는 단계;

상기 금속층 상의 일부에 접착체를 형성하는 단계;

상기 금속층 및 상기 접착체를 덮어 산화물층을 형성하는 단계;

상기 산화물층 상에 반도체소자를 형성하는 단계 및

상기 접착체를 제거하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 2.
제 1 기판 상에 금속층을 형성하는 단계;

상기 금속층상의 일부에 접착체를 형성하는 단계;

상기 금속층 및 상기 접착체를 덮어 산화물층을 형성하는 단계;

상기 산화물층 상에 반도체소자를 포함하는 소자형성층을 형성하는 단계 및

상기 소자형성층의 일부를 에칭하는 것에 의해 상기 접착체를 제거하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 반도체

장치의 제작방법.

청구항 3.
제 1 기판 상에 금속층을 형성하는 단계;

상기 금속층 상의 일부에 접착체를 형성하는 단계;

상기 금속층 및 상기 접착체를 덮어 산화물층을 형성하는 단계;

상기 산화물층 상에 반도체소자를 포함하는 소자형성층을 형성하는 단계;

상기 소자형성층의 일부를 에칭하는 것에 의해 상기 접착체를 제거하는 단계;

접착제에 의해 상기 소자형성층 상에 제 2 기판을 부착하는 단계 및

상기 제 2 기판 및 상기 소자형성층을 상기 제 1 기판으로부터 물리적수단에 의해 박리하는 단계로 이루어진 것을 특

징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 4.
제 1 기판 상에 금속층을 형성하는 단계;
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상기 금속층 상의 일부에 접착체를 형성하는 단계;

상기 금속층 및 상기 접착체를 덮어 산화물층을 형성하는 단계;

상기 산화물층 상에 반도체소자를 포함하는 소자형성층을 형성하는 단계;

상기 소자형성층의 일부를 에칭하는 것에 의해 상기 접착체를 제거하는 단계;

상기 소자형성층 상에 제 1 접착제에 의해 제 2 기판을 부착하는 단계;

상기 제 2 기판 및 상기 소자형성층을 상기 제 1 기판으로부터 물리적수단에 의해 박리하는 단계;

상기 제 2 기판 및 상기 소자형성층을 제 2 접착제에 의해 제 3 기판 상에 부착하는 단계 및

상기 제 2 기판을 상기 소자형성층으로부터 제거하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 5.
제 1항에 있어서,

상기 금속층은, 텅스텐, 몰리브덴, 테크네튬, 레늄, 루테늄, 오스뮴, 로듐, 이리듐, 팔라듐, 백금, 은 및 금 중 어느 한 

개로 형성된 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 6.
제 1항에 있어서,

상기 소자형성층을 형성하는 단계는, 400℃ 이상, 바람직하게는 600℃ 이상의 열처리단계를 포함하는 것을 특징으로

하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 7.
제 1항에 있어서,

상기 반도체소자는, 상기 접착체와 겹치지 않도록 형성되는 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 8.
제 1항에 있어서,

상기 접착체로서, 상기 금속층에 포함되는 금속과 화학적으로 반응하는 재료를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체

장치의 제작방법.

청구항 9.
제 1항에 있어서,

상기 접착체로서, 규소, 게르마늄, 탄소, 붕소, 마그네슘, 알루미늄, 티타늄, 탄탈륨, 철, 코발트, 니켈 및 망간 중 어느 

하나를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 10.
제 2항에 있어서,

상기 금속층은, 텅스텐, 몰리브덴, 테크네튬, 레늄, 루테늄, 오스뮴, 로듐, 이리듐, 팔라듐, 백금, 은 및 금 중 어느 하나

로 형성된 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 11.
제 2항에 있어서,

상기 소자형성층을 형성하는 단계는, 400℃ 이상, 바람직하게는 600℃ 이상의 열처리단계를 포함하는 것을 특징으로

하는 반도체장치의 제작방법.
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청구항 12.
제 2항에 있어서,

상기 반도체소자는, 상기 접착체와 겹치지 않도록 형성된 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 13.
제 2항에 있어서,

상기 접착체로서, 상기 금속층에 포함되는 금속과 화학적으로 반응하는 재료를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체

장치의 제작방법.

청구항 14.
제 2항에 있어서,

상기 접착체로서, 규소, 게르마늄, 탄소, 붕소, 마그네슘, 알루미늄, 티타늄, 탄탈륨, 철, 코발트, 니켈 및 망간 중 어느 

하나를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 15.
제 3항에 있어서,

상기 금속층은, 텅스텐, 몰리브덴, 테크네튬, 레늄, 루테늄, 오스뮴, 로듐, 이리듐, 팔라듐, 백금, 은 및 금 중 어느 하나

를 사용하는 것을 특징으로 하는 반 도체장치의 제작방법.

청구항 16.
제 3항에 있어서,

상기 소자형성층을 형성하는 단계는, 400℃ 이상, 바람직하게는 600℃ 이상의 열처리단계를 포함하는 것을 특징으로

하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 17.
제 3항에 있어서,

상기 반도체소자는, 상기 접착체와 겹치지 않도록 형성된 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 18.
제 3항에 있어서,

상기 접착체로서, 상기 금속층에 포함되는 금속과 화학적으로 반응하는 재료를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체

장치의 제작방법.

청구항 19.
제 3항에 있어서,

상기 접착체로서, 규소, 게르마늄, 탄소, 붕소, 마그네슘, 알루미늄, 티타 늄, 탄탈륨, 철, 코발트, 니켈 및 망간 중 어느

하나를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 20.
제 4항에 있어서,

상기 금속층은, 텅스텐, 몰리브덴, 테크네튬, 레늄, 루테늄, 오스뮴, 로듐, 이리듐, 팔라듐, 백금, 은 및 금 중 어느 하나

를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 21.
제 4항에 있어서,

상기 소자형성층을 형성하는 단계는, 400℃ 이상, 바람직하게는 600℃ 이상의 열처리단계를 포함하는 것을 특징으로

하는 반도체장치의 제작방법.
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청구항 22.
제 4항에 있어서,

상기 반도체소자는, 상기 접착체와 겹치지 않도록 형성된 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 23.
제 4항에 있어서,

상기 접착체로서, 상기 금속층에 포함되는 금속과 화학적으로 반응하는 재료를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체

장치의 제작방법.

청구항 24.
제 4항에 있어서,

상기 접착체로서, 규소, 게르마늄, 탄소, 붕소, 마그네슘, 알루미늄, 티타늄, 탄탈륨, 철, 코발트, 니켈 및 망간 중 어느 

하나를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 25.
제 1 기판상에 금속층을 형성하는 단계;

상기 금속층 상의 일부에 접착체를 형성하는 단계;

상기 금속층 및 상기 접착체를 덮어 산화물층을 형성하는 단계;

상기 산화물층상에 복수의 반도체소자를 포함하는 집적회로를 형성하는 단계 및

상기 접착체를 제거하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 26.
제 1 기판 상에 금속층을 형성하는 단계;

상기 금속층 상의 일부에 접착체를 형성하는 단계;

상기 금속층 및 상기 접착체를 덮어 산화물층을 형성하는 단계;

상기 산화물층상에 복수의 반도체소자로 구성된 집적회로를 포함하는 소자형성층을 형성하는 단계 및

상기 소자형성층의 일부를 에칭하는 것에 의해 상기 접착체를 제거하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 반도체

장치의 제작방법.

청구항 27.
제 1 기판상에 금속층을 형성하는 단계;

상기 금속층상의 일부에 접착체를 형성하는 단계;

상기 금속층 및 상기 접착체를 덮어 산화물층을 형성하는 단계;

상기 산화물층상에 복수의 반도체소자로 구성된 집적회로를 포함하는 소자형성층을 형성하는 단계;

상기 소자형성층의 일부를 에칭하는 것에 의해 상기 접착체를 제거하는 단계;

상기 소자형성층상에 제 1 접착제를 통해 제 2 기판을 부착하는 단계 및

상기 제 2 기판 및 상기 소자형성층을 상기 제 1 기판으로부터 물리적 수단에 의해 박리하는 단계로 이루어진 것을 특

징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 28.
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제 1 기판상에 금속층을 형성하는 단계;

상기 금속층상의 일부에 접착체를 형성하는 단계;

상기 금속층 및 상기 접착체를 덮어 산화물층을 형성하는 단계;

상기 산화물층상에 복수의 반도체소자로 구성된 집적회로를 포함하는 소자형성층을 형성하는 단계;

상기 소자형성층의 일부를 에칭하는 것에 의해 상기 접착체를 제거하는 단계;

상기 소자형성층상에 제 1 접착제를 통해 제 2 기판을 부착하는 단계;

상기 제 2 기판 및 상기 소자형성층을 상기 제 1 기판으로부터 물리적 수단에 의해 박리하는 단계;

상기 제 2 기판 및 상기 소자형성층을 제 2 접착제를 통해 제 3 기판상에 부착하는 단계 및

상기 제 2 기판을 상기 소자형성층으로부터 제거하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 29.
제 25항에 있어서,

상기 금속층은, 텅스텐, 몰리브덴, 테크네튬, 레늄, 루테늄, 오스뮴, 로듐, 이리듐, 팔라듐, 백금, 은 및 금 중 어느 하나

로 형성된 것을 특징으로 하는 반도 체장치의 제작방법.

청구항 30.
제 26항에 있어서,

상기 금속층은, 텅스텐, 몰리브덴, 테크네튬, 레늄, 루테늄, 오스뮴, 로듐, 이리듐, 팔라듐, 백금, 은 및 금 중 어느 하나

로 형성된 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 31.
제 27항에 있어서,

상기 금속층은, 텅스텐, 몰리브덴, 테크네튬, 레늄, 루테늄, 오스뮴, 로듐, 이리듐, 팔라듐, 백금, 은 및 금 중 어느 하나

로 형성된 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 32.
제 28항에 있어서,

상기 금속층은, 텅스텐, 몰리브덴, 테크네튬, 레늄, 루테늄, 오스뮴, 로듐, 이리듐, 팔라듐, 백금, 은 및 금 중 어느 하나

로 형성된 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 33.
제 25항에 있어서,

상기 소자형성층을 형성하는 단계는, 400??이상, 바람직하게는 600?? 이상의 열처리단계를 포함하는 것을 특징으로 

하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 34.
제 26항에 있어서,

상기 소자형성층을 형성하는 단계는, 400??이상, 바람직하게는 600?? 이상의 열처리단계를 포함하는 것을 특징으로 

하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 35.
제 27항에 있어서,
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상기 소자형성층을 형성하는 단계는, 400??이상, 바람직하게는 600?? 이상의 열처리단계를 포함하는 것을 특징으로 

하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 36.
제 28항에 있어서,

상기 소자형성층을 형성하는 단계는, 400??이상, 바람직하게는 600?? 이상의 열처리단계를 포함하는 것을 특징으로 

하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 37.
제 25항에 있어서,

상기 집적회로는, 상기 접착체와 겹치지 않도록 형성된 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 38.
제 26항에 있어서,

상기 집적회로는, 상기 접착체와 겹치지 않도록 형성된 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 39.
제 27항에 있어서,

상기 집적회로는, 상기 접착체와 겹치지 않도록 형성된 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 40.
제 28항에 있어서,

상기 집적회로는, 상기 접착체와 겹치지 않도록 형성된 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 41.
제 25항에 있어서,

상기 접착체로서, 상기 금속층에 포함되는 금속과 화학적으로 반응하는 재료를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체

장치의 제작방법.

청구항 42.
제 26항에 있어서,

상기 접착체로서, 상기 금속층에 포함되는 금속과 화학적으로 반응하는 재료를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체

장치의 제작방법.

청구항 43.
제 27항에 있어서,

상기 접착체로서, 상기 금속층에 포함되는 금속과 화학적으로 반응하는 재료를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체

장치의 제작방법.

청구항 44.
제 28항에 있어서,

상기 접착체로서, 상기 금속층에 포함되는 금속과 화학적으로 반응하는 재료를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체

장치의 제작방법.

청구항 45.
제 25항에 있어서,
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상기 접착체로서, 규소, 게르마늄, 탄소, 붕소, 마그네슘, 알루미늄, 티타늄, 탄탈륨, 철, 코발트, 니켈 및 망간 중 어느 

하나를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 46.
제 26항에 있어서,

상기 접착체로서, 규소, 게르마늄, 탄소, 붕소, 마그네슘, 알루미늄, 티타늄, 탄탈륨, 철, 코발트, 니켈 및 망간 중 어느 

하나를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 47.
제 27항에 있어서,

상기 접착체로서, 규소, 게르마늄, 탄소, 붕소, 마그네슘, 알루미늄, 티타늄, 탄탈륨, 철, 코발트, 니켈 및 망간 중 어느 

하나를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 48.
제 28항에 있어서,

상기 접착체로서, 규소, 게르마늄, 탄소, 붕소, 마그네슘, 알루미늄, 티타늄, 탄탈륨, 철, 코발트, 니켈 및 망간 중 어느 

하나를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.

청구항 49.
기판;

상기 기판상에 형성되는 접착층;

상기 접착층상에 형성되어, 적어도 상기 접착층을 통해 상기 기판에 부착되는 제 1 절연막;

상기 제 1 절연막 상에 형성되는 적어도 하나의 박막트랜지스터;

상기 박막트랜지스터 상에 형성되는 제 2 절연막;

상기 제 1 절연막과 상기 제 2 절연막 전체에 걸쳐 형성되어, 상기 접착층의 일부를 노출시키는 적어도 하나의 개구 

및

상기 제 2 절연막 상에 형성되고 상기 개구를 매립하여, 상기 개구에서 상기 접착층의 노출된 부분과 접촉하는 제 3 

절연막으로 구성되는 것을 특징으로 하는 반도체 장치.

청구항 50.
제 49항에 있어서,

상기 기판은, 플라스틱 기판인 것을 특징으로 하는 반도체 장치.

청구항 51.
제 49항에 있어서,

상기 접착층은, 광경화형 접착제 또는 열경화형 접착제를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체 장치.

청구항 52.
제 49항에 있어서,

상기 제 3 절연막으로, 질화산화실리콘, 질화실리콘, 산화실리콘, 아크릴, 폴리이미드 및 폴리아미드로 이루어진 그룹

으로부터 선택된 재료를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체 장치.

청구항 53.
기판;
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상기 기판상에 형성되는 접착층;

상기 접착층상에 형성되어, 적어도 상기 접착층을 통해 상기 기판에 부착되는 제 1 절연막;

복수의 박막트랜지스터로 구성된 적어도 하나의 집적회로;

상기 복수의 박막트랜지스터 상에 형성되는 제 2 절연막;

상기 제 1 절연막과 상기 제 2 절연막 전체에 걸쳐 형성되어, 상기 접착층의 일부를 노출시키는 적어도 하나의 개구 

및

상기 제 2 절연막 상에 형성되고 상기 개구를 매립하여, 상기 개구에서 상기 접착층의 노출된 부분과 접촉하는 제 3 

절연막으로 구성되는 것을 특징으로 하는 반도체 장치.

청구항 54.
제 53항에 있어서,

상기 기판은, 플라스틱 기판인 것을 특징으로 하는 반도체 장치.

청구항 55.
제 53항에 있어서,

상기 접착층은, 광경화형 접착제 또는 열경화형 접착제를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체 장치.

청구항 56.
제 53항에 있어서,

상기 제 3 절연막으로, 질화산화실리콘, 질화실리콘, 산화실리콘, 아크릴, 폴리이미드 및 폴리아미드로 이루어진 그룹

으로부터 선택된 재료를 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체 장치.

도면
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